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(57)【要約】
　消費電力を低減したＣＳ駆動方式の液晶表示装置を提
供する。
　ＣＳドライバ（５００）は、ＣＳシフトレジスタ（５
１０）およびＣＳ出力部（５２０）により構成される。
ＣＳシフトレジスタ（５１０）はＣＳクロック信号ＣＣ
Ｋに基づいて制御信号（ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ
））を出力する。ＣＳ出力部（５２０）は、制御信号（
ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ））に基づいてそれぞれ
補助容量信号（ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ））を出力す
る。走査期間（Ｔ１）の後に休止期間（Ｔ２）が設けら
れる。休止期間（Ｔ２）では、休止期間ＣＳ周波数（ｆ
ｃｃｋ２）のＣＳクロック信号（ＣＣＫ）に基づいてＣ
Ｓドライバ（５００）が駆動される。休止期間ＣＳ周波
数（ｆｃｃｋ２）は走査期間ＣＳ周波数（ｆｃｃｋ１）
よりも低い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の映像信号線と、該複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線と、該複数の映
像信号線および該複数の走査信号線に対応してマトリクス状に配置された複数の画素電極
をそれぞれ含む複数の画素形成部と、該複数の走査信号線に沿って配置された複数の補助
容量線と、各補助容量線と該補助容量線に沿った走査信号線に対応する画素電極との間に
形成される補助容量とを含む表示部と、
　オンレベルとオフレベルとを周期的に繰り返すクロック信号を生成する表示制御回路と
、
　前記複数の走査信号線が順次選択される走査期間と該複数の走査信号線のいずれもが非
選択状態となる休止期間とが、該走査期間と該休止期間とからなるフレーム期間を周期と
して交互に現れるように、前記複数の走査信号線を駆動するための走査信号線駆動回路と
、
　前記表示部と一体的に形成され、前記クロック信号に含まれる補助容量クロック信号に
基づいて前記複数の補助容量線を互いに独立して駆動するための補助容量線駆動回路とを
備え、
　前記補助容量線駆動回路は、互いに縦続接続された複数の第１双安定回路を有し、該複
数の第１双安定回路の出力信号を、前記補助容量クロック信号に含まれる前記複数の第１
シフト動作用クロック信号に基づいて順次にオンレベルにする第１シフトレジスタを含み
、
　前記走査期間における前記複数の第１シフト動作用クロック信号の周波数よりも、前記
休止期間における該複数の第１シフト動作用クロック信号の周波数が低いことを特徴とす
る、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記休止期間における前記複数の第１シフト動作用信号の振幅が、前記走査期間におけ
る該複数の第１シフト動作用信号の振幅よりも低いことを特徴とする、請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項３】
　前記休止期間が前記走査期間よりも長いことを特徴とする、請求項１に記載の液晶表示
装置。
【請求項４】
　前記補助容量線駆動回路は、前記複数の補助容量線に第１導通端子がそれぞれ接続され
た複数の第１スイッチング素子をさらに含み、
　前記表示制御回路が、前記フレーム期間毎に２つの電位の間で切り替わり各フレーム期
間内では固定された電位をバイアス信号として各第１スイッチング素子の第２導通端子に
与え、
　各第１スイッチング素子の制御端子には、該第１スイッチング素子の前記第１導通端子
が接続された補助容量線に対応する第１双安定回路の出力信号が与えられることを特徴と
する、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記表示制御回路が、互いに隣接する補助容量線にそれぞれ前記第１導通端子が接続さ
れた第１スイッチング素子のうちの一方については該第１スイッチング素子の前記第２導
通端子に前記バイアス信号として第１バイアス信号を与え、互いに隣接する補助容量線に
それぞれ前記第１導通端子が接続された第１スイッチング素子のうちの他方については該
第１スイッチング素子の前記第２導通端子に前記バイアス信号として第２バイアス信号を
与え、
　前記第１バイアス信号と前記第２バイアス信号とは、各フレーム期間において互いに異
なる電位であることを特徴とする、請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記補助容量線駆動回路は、前記複数の第１スイッチング素子にそれぞれ対応する複数
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の第２スイッチング素子をさらに含み、
　前記表示制御回路は、前記補助容量クロック信号に含まれ、前記走査期間における電位
がオフレベルであり、前記休止期間においてオンレベルとオフレベルとを周期的に繰り返
し、前記走査期間における前記複数の第１シフト動作用信号の周波数よりも前記休止期間
における周波数が低い休止期間動作用クロック信号を、各第２スイッチング素子の制御端
子に与え、
　各第２スイッチング素子の第１制御端子が、該第２スイッチング素子に対応する第１ス
イッチング素子の前記第１導通端子に接続された補助容量線に接続され、
　各第２スイッチング素子の第２制御端子には、該第２スイッチング素子に対応する第１
スイッチング素子の前記第２導通端子に与えられた前記バイアス信号が与えられることを
特徴とする、請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記複数の第１シフト動作クロック信号が、互いに位相の異なる３相以上の第１シフト
動作クロック信号であることを特徴とする、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記走査信号線駆動回路が前記表示部と一体的に形成されていることを特徴とする、請
求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記走査信号線駆動回路は、互いに縦続接続された複数の第２双安定回路の出力信号を
、前記クロック信号に含まれる複数の第２シフト動作クロック信号に基づいて順次にオン
レベルにする第２シフトレジスタを含み、該複数の第２双安定回路の出力信号をそれぞれ
前記複数の走査信号線に与えることを特徴とする、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記走査信号線駆動回路および前記補助容量線駆動回路は、前記第１シフトレジスタを
共通に含み、
　前記走査信号線駆動回路は、複数の第１双安定回路に対応してそれぞれ設けられた複数
の出力バッファをさらに含み、
　前記表示制御回路が、前記走査期間ではオンレベルとなり、前記休止期間ではオフレベ
ルとなるバッファ入力信号を前記複数の出力バッファに与え、
　前記複数の出力バッファは、前記バッファ入力信号と、対応する第１双安定回路の出力
信号との論理積を前記複数の走査信号線にそれぞれ与えることを特徴とする、請求項８に
記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記補助容量線駆動回路が、酸化物半導体により半導体層が形成された薄膜トランジス
タを用いて実現されていることを特徴とする、請求項１から７までのいずれか１項に記載
の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記走査信号線駆動回路および前記補助容量線駆動回路が、酸化物半導体により半導体
層が形成された薄膜トランジスタを用いて実現されていることを特徴とする、請求項８か
ら１０までのいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記補助容量線駆動回路が、アモルファスシリコンにより半導体層が形成された薄膜ト
ランジスタを用いて実現されていることを特徴とする、請求項１から７までのいずれか１
項に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記走査信号線駆動回路および補助容量線駆動回路が、アモルファスシリコンにより半
導体層が形成された薄膜トランジスタを用いて実現されていることを特徴とする、請求項
８から１０までのいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　複数の映像信号線と、該複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線と、該複数の映
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像信号線および該複数の走査信号線に対応してマトリクス状に配置された複数の画素電極
をそれぞれ含む複数の画素形成部と、該複数の走査信号線に沿って配置された複数の補助
容量線と、各補助容量線と該補助容量線に沿った走査信号線に対応する画素電極との間に
形成される補助容量とを含む表示部と、オンレベルとオフレベルとを周期的に繰り返すク
ロック信号を生成する表示制御回路と、該複数の走査信号線を駆動するための走査信号線
駆動回路と、該表示部と一体的に形成され、該複数の補助容量線を駆動するための補助容
量線駆動回路とを備える液晶表示装置における該複数の補助容量線の駆動方法であって、
　前記複数の走査信号線が順次選択される走査期間と該複数の走査信号線のいずれもが非
選択状態となる休止期間とが、該走査期間と該休止期間とからなるフレーム期間を周期と
して交互に現れるように、前記複数の走査信号線を駆動するステップと、
　前記クロック信号に含まれる補助容量クロック信号に基づいて該複数の補助容量線を互
いに独立して駆動するステップと、
　前記走査期間における、前記補助容量クロック信号に含まれる複数の第１シフト動作用
クロック信号の周波数よりも、前記休止期間における該複数の第１シフト動作用クロック
信号の周波数を低くするステップとを備え、
　前記補助容量線駆動回路は、互いに縦続接続された複数の第１双安定回路を有し、該複
数の第１双安定回路の出力信号を、前記複数の第１シフト動作用クロック信号に基づいて
順次にオンレベルにする第１シフトレジスタを含むことを特徴とする、駆動方法。
【請求項１６】
　前記休止期間における前記複数の第１シフト動作用信号の振幅が、前記走査期間におけ
る該複数の第１シフト動作用信号の振幅よりも低いことを特徴とする、請求項１５に記載
の駆動方法。
【請求項１７】
　前記休止期間が前記走査期間よりも長いことを特徴とする、請求項１５に記載の駆動方
法。
【請求項１８】
　前記複数の第１シフト動作クロック信号が、互いに位相の異なる３相以上の第１シフト
動作クロック信号であることを特徴とする、請求項１５に記載の駆動方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置および当該液晶表示装置内の補助容量線の駆動方法に関し、特
に、ドライバモノリシック型の液晶表示装置、および当該液晶表示装置内の補助容量線の
駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に関して低消費電力化が求められて
いる。この低消費電力化を図る方法の１つとして、各走査信号線の選択期間終了後に対応
する補助容量線の電位を変化させることにより極性反転駆動を行う方法が知られている。
以下では、このような駆動方式を「ＣＳ駆動方式」という。このＣＳ駆動方式によれば、
小さな映像信号振幅で液晶層に大きな電圧を加えることができるので、消費電力を低減す
ることができる。このような駆動方法は、例えば特許文献１に開示されている。
【０００３】
　また、近年、液晶パネルを駆動するためのドライバを、この液晶パネルを構成する基板
上に直接的に形成することが徐々に多くなされている。このドライバとしては、例えば、
ゲートライン（走査信号線）を駆動するためのゲートドライバ（走査信号線駆動回路）お
よびＣＳライン（上記補助容量線）を駆動するためのＣＳドライバ（補助容量線駆動回路
）等が挙げられる。このようなドライバは「モノリシックドライバ」等と呼ばれている。
このモノリシックドライバを備えた液晶表示装置（以下「ドライバモノリシック型の液層
表示装置」という）は、例えば特許文献２に記載されている。このドライバモノリシック
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型の液晶表示装置によれば、狭額縁化および低コスト化を図ることができる。このドライ
バモノリシック型の液晶表示装置では、従来よりアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）を半
導体層に用いた薄膜トランジスタ（以下「ａ－ＳｉＴＦＴ」という）が駆動素子として採
用されている。
【０００４】
　ところで、特許文献３には、ゲートラインを走査する走査期間Ｔ１の後に、全てのゲー
トラインを非走査状態にする休止期間Ｔ２を設ける表示装置の駆動方法が開示されている
。この休止期間Ｔ２では、ゲートドライバにクロック信号等が与えられない。このため、
走査期間Ｔ１においてゲートラインを６０Ｈｚで走査したとしても、例えばこの走査期間
Ｔ１の同じ長さの休止期間Ｔ２を設けることにより、全体としてのゲートラインの駆動周
波数が３０Ｈｚ程度になる。このため、低消費電力化を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】日本の特開２００９－８６１７０号公報
【特許文献２】日本の特開２００４－７８１７２号公報
【特許文献３】日本の特開２００１－３１２２５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のＣＳ駆動方式によれば液晶表示装置における消費電力を低減することができるが
、液晶表示装置に対してはさらなる低消費電力化が求められている。
【０００７】
　そこで、本発明は、消費電力を低減したＣＳ駆動方式の液晶表示装置、および当該液晶
表示装置内の補助容量線の駆動方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の局面は、液晶表示装置であって、
　複数の映像信号線と、該複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線と、該複数の映
像信号線および該複数の走査信号線に対応してマトリクス状に配置された複数の画素電極
をそれぞれ含む複数の画素形成部と、該複数の走査信号線に沿って配置された複数の補助
容量線と、各補助容量線と該補助容量線に沿った走査信号線に対応する画素電極との間に
形成される補助容量とを含む表示部と、
　オンレベルとオフレベルとを周期的に繰り返すクロック信号を生成する表示制御回路と
、
　前記複数の走査信号線が順次選択される走査期間と該複数の走査信号線のいずれもが非
選択状態となる休止期間とが、該走査期間と該休止期間とからなるフレーム期間を周期と
して交互に現れるように、前記複数の走査信号線を駆動するための走査信号線駆動回路と
、
　前記表示部と一体的に形成され、前記クロック信号に含まれる補助容量クロック信号に
基づいて前記複数の補助容量線を互いに独立して駆動するための補助容量線駆動回路とを
備え、
　前記補助容量線駆動回路は、互いに縦続接続された複数の第１双安定回路を有し、該複
数の第１双安定回路の出力信号を、前記補助容量クロック信号に含まれる前記複数の第１
シフト動作用クロック信号に基づいて順次にオンレベルにする第１シフトレジスタを含み
、
　前記走査期間における前記複数の第１シフト動作用クロック信号の周波数よりも、前記
休止期間における該複数の第１シフト動作用クロック信号の周波数が低いことを特徴とす
る。
【０００９】



(6) JP WO2013/018596 A1 2013.2.7

10

20

30

40

50

　本発明の第２の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記休止期間における前記複数の第１シフト動作用信号の振幅が、前記走査期間におけ
る該複数の第１シフト動作用信号の振幅よりも低いことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第３の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記休止期間が前記走査期間よりも長いことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第４の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記補助容量線駆動回路は、前記複数の補助容量線に第１導通端子がそれぞれ接続され
た複数の第１スイッチング素子をさらに含み、
　前記表示制御回路が、前記フレーム期間毎に２つの電位の間で切り替わり各フレーム期
間内では固定された電位をバイアス信号として各第１スイッチング素子の第２導通端子に
与え、
　各第１スイッチング素子の制御端子には、該第１スイッチング素子の前記第１導通端子
が接続された補助容量線に対応する第１双安定回路の出力信号が与えられることを特徴と
する。
【００１２】
　本発明の第５の局面は、本発明の第４の局面において、
　前記表示制御回路が、互いに隣接する補助容量線にそれぞれ前記第１導通端子が接続さ
れた第１スイッチング素子のうちの一方については該第１スイッチング素子の前記第２導
通端子に前記バイアス信号として第１バイアス信号を与え、互いに隣接する補助容量線に
それぞれ前記第１導通端子が接続された第１スイッチング素子のうちの他方については該
第１スイッチング素子の前記第２導通端子に前記バイアス信号として第２バイアス信号を
与え、
　前記第１バイアス信号と前記第２バイアス信号とは、各フレーム期間において互いに異
なる電位であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第６の局面は、本発明の第４の局面において、
　前記補助容量線駆動回路は、前記複数の第１スイッチング素子にそれぞれ対応する複数
の第２スイッチング素子をさらに含み、
　前記表示制御回路は、前記補助容量クロック信号に含まれ、前記走査期間における電位
がオフレベルであり、前記休止期間においてオンレベルとオフレベルとを周期的に繰り返
し、前記走査期間における前記複数の第１シフト動作用信号の周波数よりも前記休止期間
における周波数が低い休止期間動作用クロック信号を、各第２スイッチング素子の制御端
子に与え、
　各第２スイッチング素子の第１制御端子が、該第２スイッチング素子に対応する第１ス
イッチング素子の前記第１導通端子に接続された補助容量線に接続され、
　各第２スイッチング素子の第２制御端子には、該第２スイッチング素子に対応する第１
スイッチング素子の前記第２導通端子に与えられた前記バイアス信号が与えられることを
特徴とする。
【００１４】
　本発明の第７の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記複数の第１シフト動作クロック信号が、互いに位相の異なる３相以上の第１シフト
動作クロック信号であることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の第８の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記走査信号線駆動回路が前記表示部と一体的に形成されていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第９の局面は、本発明の第８の局面において、
　前記走査信号線駆動回路は、互いに縦続接続された複数の第２双安定回路の出力信号を
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、前記クロック信号に含まれる複数の第２シフト動作クロック信号に基づいて順次にオン
レベルにする第２シフトレジスタを含み、該複数の第２双安定回路の出力信号をそれぞれ
前記複数の走査信号線に与えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第１０の局面は、本発明の第８の局面において、
　前記走査信号線駆動回路および前記補助容量線駆動回路は、前記第１シフトレジスタを
共通に含み、
　前記走査信号線駆動回路は、複数の第１双安定回路に対応してそれぞれ設けられた複数
の出力バッファをさらに含み、
　前記表示制御回路が、前記走査期間ではオンレベルとなり、前記休止期間ではオフレベ
ルとなるバッファ入力信号を前記複数の出力バッファに与え、
　前記複数の出力バッファは、前記バッファ入力信号と、対応する第１双安定回路の出力
信号との論理積を前記複数の走査信号線にそれぞれ与えることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の第１１の局面は、本発明の第１の局面から第７の局面までのいずれかにおいて
、
　前記補助容量線駆動回路が、酸化物半導体により半導体層が形成された薄膜トランジス
タを用いて実現されていることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の第１２の局面は、本発明の第８の局面から第１０の局面までのいずれかにおい
て、
　前記走査信号線駆動回路および前記補助容量線駆動回路が、酸化物半導体により半導体
層が形成された薄膜トランジスタを用いて実現されていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の第１３の局面は、本発明の第１の局面から第７の局面までのいずれかにおいて
、
　前記補助容量線駆動回路が、アモルファスシリコンにより半導体層が形成された薄膜ト
ランジスタを用いて実現されていることを特徴とする。
【００２１】
　本発明の第１４の局面は、本発明の第８の局面から第１０の局面までのいずれかにおい
て、
　前記走査信号線駆動回路および補助容量線駆動回路が、アモルファスシリコンにより半
導体層が形成された薄膜トランジスタを用いて実現されていることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第１５の局面は、複数の映像信号線と、該複数の映像信号線と交差する複数の
走査信号線と、該複数の映像信号線および該複数の走査信号線に対応してマトリクス状に
配置された複数の画素電極をそれぞれ含む複数の画素形成部と、該複数の走査信号線に沿
って配置された複数の補助容量線と、各補助容量線と該補助容量線に沿った走査信号線に
対応する画素電極との間に形成される補助容量とを含む表示部と、オンレベルとオフレベ
ルとを周期的に繰り返すクロック信号を生成する表示制御回路と、該複数の走査信号線を
駆動するための走査信号線駆動回路と、該表示部と一体的に形成され、該複数の補助容量
線を駆動するための補助容量線駆動回路とを備える液晶表示装置における該複数の補助容
量線の駆動方法であって、
　前記複数の走査信号線が順次選択される走査期間と該複数の走査信号線のいずれもが非
選択状態となる休止期間とが、該走査期間と該休止期間とからなるフレーム期間を周期と
して交互に現れるように、前記複数の走査信号線を駆動するステップと、
　前記クロック信号に含まれる補助容量クロック信号に基づいて該複数の補助容量線を互
いに独立して駆動するステップと、
　前記走査期間における、前記補助容量クロック信号に含まれる複数の第１シフト動作用
クロック信号の周波数よりも、前記休止期間における該複数の第１シフト動作用クロック
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信号の周波数を低くするステップとを備え、
　前記補助容量線駆動回路は、互いに縦続接続された複数の第１双安定回路を有し、該複
数の第１双安定回路の出力信号を、前記複数の第１シフト動作用クロック信号に基づいて
順次にオンレベルにする第１シフトレジスタを含むことを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第１６の局面は、本発明の第１５の局面において、
　前記休止期間における前記複数の第１シフト動作用信号の振幅が、前記走査期間におけ
る該複数の第１シフト動作用信号の振幅よりも低いことを特徴とする。
【００２４】
　本発明の第１７の局面は、本発明の第１５の局面において、
　前記休止期間が前記走査期間よりも長いことを特徴とする。
【００２５】
　本発明の第１８の局面は、本発明の第１５の局面において、
　前記複数の第１シフト動作クロック信号が、互いに位相の異なる３相以上の第１シフト
動作クロック信号であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の第１の局面によれば、表示部と補助容量線駆動回路とが一体的に形成され、複
数の補助容量線が互いに独立に駆動される表示装置において、１フレーム期間が上記走査
期間および上記休止期間からなる。この休止期間では、走査期間よりも第１シフト動作用
クロック信号の周波数が低くなるので、１フレーム期間全体での補助容量線駆動回路の駆
動周波数が低減される。したがって、消費電力が低減される。また、表示部と補助容量線
駆動回路とが一体的に形成されているので、額縁面積が縮小されると共に、補助容量線駆
動回路のコストが低減される。
【００２７】
　本発明の第２の局面によれば、休止期間における複数の第１シフト動作用クロック信号
の振幅が、走査期間における該複数の第１シフト動作用クロック信号の振幅よりも小さく
なる。このため、さらなる低消費電力化を図ることができる。
【００２８】
　本発明の第３の局面によれば、休止期間が走査期間によりも長くなる。このため、さら
なる低消費電力化を図ることができる。
【００２９】
　本発明の第４の局面によれば、休止期間において、休止期間の直前の走査期間に各補助
容量線に与えられたバイアス信号が、補助容量クロック信号に基づいて補助容量線に与え
られる。このため、休止期間において補助容量線が受けるノイズ等の影響が低減される。
これにより、表示品位の低下を抑制することができる。また、休止期間における複数の第
１シフト動作用クロック信号の周波数が走査期間におけるものよりも低くなるので、第１
スイッチング素子に掛かる負荷が低減される。したがって、第１スイッチング素子におけ
るしきい値変動が低減されるので、当該第１スイッチング素子の信頼性低下を抑制するこ
とができる。
【００３０】
　本発明の第５の局面によれば、互いに隣接する補助容量線に、走査期間および休止期間
からなるフレーム期間において互いに異なる電位が与えられる。このため、複数の補助容
量線を互いに独立に駆動するにあたり、ライン反転駆動を行うことができる。
【００３１】
　本発明の第６の局面によれば、複数の第１クロック信号に代えて、休止動作期間動作用
信号に基づいて、本発明の第１の局面と同様の効果を奏することができる。また、休止期
間において第１双安定回路の出力信号がオンレベルにならないので、第１スイッチング素
子に掛かる負荷がさらに低減される。このため、第１スイッチング素子のさらなる高信頼
性化を図ることができる。
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【００３２】
　本発明の第７の局面によれば、複数の第１クロック信号の相数を３相以上にすることに
より、各相に対する、双安定回路内の素子の負荷容量が十分に小さくなる。このため、さ
らなる低消費電力化を図ることができる。
【００３３】
　本発明の第８の局面によれば、走査信号線駆動回路も表示部と一体的に形成されるので
、走査信号線駆動回路のコストが低減されると共に、さらなる狭額縁化を図ることができ
る。
【００３４】
　本発明の第９の局面によれば、補助容量線駆動回路と走査信号線駆動回路とが互いに別
個のシフトレジスタを用いて実現される。
【００３５】
　本発明の第１０の局面によれば、補助容量線駆動回路と走査信号線駆動回路とでシフト
レジスタが共有化される。このため、回路規模が縮小されるので、例えばさらなる狭額縁
化を図ることができる。
【００３６】
　本発明の第１１の局面によれば、酸化物半導体により半導体層が形成された薄膜トラン
ジスタを用いて補助容量線駆動回路が実現される。この薄膜トランジスタのリーク電流は
十分に小さいので、休止期間における複数のクロック信号の周波数をさらに低くすること
ができる。このため、さらなる低消費電力化を図ることができる。また、酸化物半導体に
より半導体層が形成された薄膜トランジスタのオン電流は十分に大きいので、この薄膜ト
ランジスタのサイズを十分に小さくすることができる。これにより、さらなる狭額縁化を
図ることができる。
【００３７】
　本発明の第１２の局面によれば、酸化物半導体により半導体層が形成された薄膜トラン
ジスタを用いて走査信号線駆動回路および補助容量線駆動回路が実現される。この薄膜ト
ランジスタのリーク電流は十分に小さいので、休止期間における複数のクロック信号の周
波数をさらに低くすることができる。このため、さらなる低消費電力化を図ることができ
る。また、酸化物半導体により半導体層が形成された薄膜トランジスタのオン電流は十分
に大きいので、この薄膜トランジスタのサイズを十分に小さくすることができる。これに
より、さらなる狭額縁化を図ることができる。
【００３８】
　本発明の第１３の局面によれば、アモルファスシリコンにより半導体層が形成された薄
膜トランジスタを用いて補助容量線駆動回路が実現される。このため、さらなる低コスト
化を図ることができる。
【００３９】
　本発明の第１４の局面によれば、アモルファスシリコンにより半導体層が形成された薄
膜トランジスタを用いて走査信号線駆動回路および補助容量線駆動回路が実現される。こ
のため、さらなる低コスト化を図ることができる。
【００４０】
　本発明の第１５の局面から第１８の局面までによれば、表示装置の駆動方法において、
本発明の第１の局面から第３の局面までおよび本発明の第７の局面とそれぞれ同様の効果
を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置の全体構成を示すブロック図である
。
【図２】上記第１の実施形態におけるゲートドライバおよびＣＳドライバの構成を説明す
るためのブロック図である。
【図３】上記第１の実施形態におけるゲートシフトレジスタの構成を示すブロック図であ
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る。
【図４】上記第１の実施形態におけるゲートシフトレジスタの最前段側の構成を示すブロ
ック図である。
【図５】上記第１の実施形態におけるゲートシフトレジスタの最後段側の構成を示すブロ
ック図である。
【図６】上記第１の実施形態におけるゲートドライバの動作を説明するための信号波形図
である。
【図７】上記第１の実施形態におけるゲート双安定回路またはＣＳ双安定回路の構成を示
す回路図である。
【図８】上記第１の実施形態におけるゲート双安定回路の、走査期間時の動作を説明する
ための信号波形図である。
【図９】上記第１の実施形態におけるＣＳドライバの構成を示すブロック図である。
【図１０】上記第１の実施形態におけるＣＳドライバの最前段側の構成を示すブロック図
である。
【図１１】上記第１の実施形態におけるＣＳドライバの最後段側の構成を示すブロック図
である。
【図１２】上記第１の実施形態におけるＣＳシフトレジスタの動作を説明するための信号
波形図である。
【図１３】上記第１の実施形態におけるＣＳ双安定回路の、走査期間時の動作を説明する
ための信号波形図である。
【図１４】上記第１の実施形態におけるＣＳ出力部の、走査期間時の動作を説明するため
の信号波形図である。
【図１５】上記第１の実施形態における画素電位の変化を説明するための信号波形図であ
る。
【図１６】上記第１の実施形態におけるＣＳドライバの、休止期間時の動作を説明するた
めの信号波形図である。
【図１７】上記第１の実施形態におけるＣＳ双安定回路の、休止期間時の動作を説明する
ための信号波形図である。
【図１８】ａ－ＳｉＴＦＴおよびＩＧＺＯＴＦＴのドレイン電流－ゲート電圧特性を示す
図である。
【図１９】本発明の第２の実施形態におけるＣＳドライバの、休止期間時の動作を説明す
るための信号波形図である。
【図２０】本発明の第３の実施形態における液晶表示装置の全体構成を示すブロック図で
ある。
【図２１】上記第３の実施形態におけるゲートＣＳドライバの構成を説明するためのブロ
ック図である。
【図２２】上記第３の実施形態におけるゲートＣＳドライバの構成を示すブロック図であ
る。
【図２３】上記第３の実施形態におけるゲートＣＳドライバの最前段側の構成を示すブロ
ック図である。
【図２４】上記第３の実施形態におけるゲートＣＳドライバの最後段側の構成を示すブロ
ック図である。
【図２５】上記第３の実施形態における出力バッファの構成例を示す回路図である。
【図２６】上記第３の実施形態におけるゲートＣＳドライバの動作を説明するための信号
波形図である。
【図２７】本発明の第４の実施形態におけるＣＳドライバの構成を示すブロック図である
。
【図２８】上記第４の実施形態におけるＣＳドライバの動作を説明するための信号波形図
である。
【図２９】本発明の第５の実施形態におけるＣＳドライバの構成を示すブロック図である
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。
【図３０】上記第５の実施形態におけるＣＳシフトレジスタの動作を説明するための信号
波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説
明においては、薄膜トランジスタのゲート端子は制御端子に相当し、ドレイン端子は第１
導通端子に相当し、ソース端子は第２導通端子に相当する。また、薄膜トランジスタはす
べてｎチャネル型であるものとして説明する。
【００４３】
　＜１．第１の実施形態＞
　＜１．１　全体構成および動作＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る、ＣＳ駆動方式を採用したアクティブマトリク
ス型の液晶表示装置の全体構成を示すブロック図である。図１に示すように、この液晶表
示装置は、電源１００とＤＣ／ＤＣコンバータ１１０と表示制御回路２００とソースドラ
イバ（映像信号線駆動回路）３００とゲートドライバ（走査信号線駆動回路）４００とＣ
Ｓドライバ（補助容量線駆動回路）５００と表示部６００と共通電極駆動回路７００とを
備えている。ＣＳドライバ５００は、アモルファスシリコン、多結晶シリコン、微結晶シ
リコン、または酸化物半導体等を用いて、表示部６００を含む液晶表示パネル８００上に
形成されている。すなわち、本実施形態に係る液晶表示装置は、ＣＳドライバ５００と表
示部６００とが同一基板（液晶表示パネルを構成する２枚の基板のうちの一方の基板であ
るアレイ基板）上に形成されたＣＳドライバモノリシック型の液晶表示装置である。これ
により、液晶表示装置の額縁面積を縮小することができる。なお、ゲートドライバ４００
および／またはソースドライバ３００も、アモルファスシリコン、多結晶シリコン、微結
晶シリコン、または酸化物半導体等を用いて液晶表示パネル８００上に形成されていても
良い。これらのアモルファスシリコンおよびＩＧＺＯを用いた具体的な実現例については
後述する。
【００４４】
　表示部６００には、ｎ本のソースライン（映像信号線）ＳＬ１～ＳＬｎと、ｍ本のゲー
トライン（走査信号線）ＧＬ１～ＧＬｍと、ｍ本のゲートラインＧＬ１～ＧＬｍにそれぞ
れ沿って配置されたｍ本のＣＳライン（補助容量線）ＣＬ１～ＣＬｍと、これらのソース
ラインＳＬ１～ＳＬｎとゲートラインＧＬ１～ＧＬｍとの交差点にそれぞれ対応して設け
られたｍ×ｎ個の画素形成部とが形成されている。上記ｍ×ｎ個の画素形成部は、マトリ
クス状に配置されることにより画素アレイを構成している。各画素形成部は、対応する交
差点を通過するゲートラインにゲート端子が接続されると共に当該交差点を通過するソー
スラインにソース端子が接続されたスイッチング素子である画素薄膜トランジスタ８０と
、その画素薄膜トランジスタ８０のドレイン端子に接続された画素電極Ｅｐと、上記複数
個の画素形成部に共通的に設けられた対向電極である共通電極Ｅｃと、上記複数個の画素
形成部に共通的に設けられ画素電極Ｅｐと共通電極Ｅｃとの間に挟持された液晶層とから
なる。画素電極Ｅｐと共通電極Ｅｃとにより液晶容量Ｃｌｃが形成される。また、上記対
応する交差点を通過するゲートラインに沿って配置されたＣＳライン（「補助容量電極」
ともいう）と、当該ＣＳラインに沿って配置されたゲートラインに対応する画素電極Ｅｐ
とにより補助容量Ｃｃｓが形成される。これらの液晶容量Ｃｌｃおよび補助容量Ｃｃｓに
より画素容量Ｃｐが形成される。
【００４５】
　電源１００は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０と表示制御回路２００と共通電極駆動回路
７００とに所定の電源電圧を供給する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０は、ソースドライバ
３００、ゲートドライバ４００、およびＣＳドライバ５００を動作させるための所定の直
流電圧を電源電圧から生成し、それを、ソースドライバ３００、ゲートドライバ４００、
およびＣＳドライバ５００に供給する。共通電極駆動回路７００は、共通電極Ｅｃに所定
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の電位Ｖｃｏｍを与える。
【００４６】
　表示制御回路２００は、外部から送られる画像信号ＤＡＴおよび水平同期信号や垂直同
期信号などのタイミング信号群ＴＧを受け取り、デジタル映像信号ＤＶ、表示部６００に
おける画像表示を制御するためのソーススタートパルス信号ＳＳＰ、ソースクロック信号
ＳＣＫ、ラッチストローブ信号ＬＳ、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰ、ゲートクロック
信号ＧＣＫ、第１バイアス信号Ｖｃｓ１、第２バイアス信号Ｖｃｓ２、ＣＳクロック信号
ＣＣＫ、およびＣＳスタートパルス信号ＣＳＰを出力する。ゲートクロック信号ＧＣＫお
よびＣＳクロック信号ＣＣＫのハイレベル側の電位はＶｄｄ電位、ローレベル側の電位は
Ｖｓｓ電位となっている。本実施形態では、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰ、ゲートク
ロック信号ＧＣＫ、ＣＳクロック信号ＣＣＫ、およびＣＳスタートパルス信号ＣＳＰによ
りクロック信号が実現されている。また、ＣＳクロック信号ＣＣＫおよびＣＳスタートパ
ルス信号ＣＳＰにより補助容量クロック信号が実現されている。
【００４７】
　ゲートクロック信号ＧＣＫは、２相のゲートクロック信号ＧＣＫ１およびＧＣＫ２から
なっている。以下では、ゲートクロック信号ＧＣＫ１を「第１ゲートクロック信号」とい
い、ゲートクロック信号ＧＣＫ２を「第２ゲートクロック信号」という。これらの第１ゲ
ートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２は、互いに１水平走査
期間だけ位相がずれており、いずれも２水平走査期間中の１水平走査期間だけハイレベル
電位（Ｖｄｄ電位）になる（ただし、後述の休止期間Ｔ２を除く）。本実施形態では、第
１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２により複数の第２
シフト動作クロック信号が実現されている。
【００４８】
　ＣＳクロック信号ＣＣＫは、２相のＣＳクロック信号ＣＣＫ１およびＣＣＫ２からなっ
ている。以下では、ＣＳクロック信号ＣＣＫ１を「第１ＣＳクロック信号」といい、Ｃｓ
クロック信号ＣＣＫ２を「第２ＣＳクロック信号」という。これらの第１ＣＳクロック信
号ＣＣＫ１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２は、互いに１水平走査期間だけ位相がず
れており、いずれも２水平走査期間中の１水平走査期間だけハイレベル電位（Ｖｄｄ電位
）になる（ただし、後述の休止期間Ｔ２を除く）。本実施形態では、ＣＳクロック信号Ｃ
ＣＫはゲートクロック信号ＧＣＫよりも１水平走査期間だけ位相が遅れている。より詳細
には、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２がそれぞれ、
第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号よりも１水平走査期間だ
け位相が遅れている。本実施形態では、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および第２ＣＳク
ロック信号ＣＣＫ２により複数の第１シフト動作用クロック信号が実現されている。
【００４９】
　ソースドライバ３００は、表示制御回路２００から出力されるデジタル映像信号ＤＶ、
ソーススタートパルス信号ＳＳＰ、ソースクロック信号ＳＣＫ、およびラッチストローブ
信号ＬＳを受け取り、ソースラインＳＬ１～ＳＬｎにそれぞれＤ／Ａ変換されたアナログ
映像信号ＳＳ（１）～ＳＳ（ｎ）を印加する。
【００５０】
　ゲートドライバ４００は、表示制御回路２００から出力されるゲートスタートパルス信
号ＧＳＰおよびゲートクロック信号ＧＣＫに基づいて、ハイレベル電位の走査信号ＧＯＵ
Ｔ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）のゲートラインＧＬ１～ＧＬｍそれぞれへの印加を１フレーム
期間を周期として繰り返す。なお、このゲートドライバ４００についての詳しい説明は後
述する。
【００５１】
　ＣＳドライバ５００は、表示制御回路２００から出力される第１バイアス信号Ｖｃｓ１
、第２バイアス信号Ｖｃｓ２、ＣＳクロック信号ＣＣＫ、およびＣＳスタートパルス信号
ＣＳＰに基づいて、ＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍに、各画素形成部における画素電極Ｅｐの
電位（以下「画素電位」といい、符号Ｖｄを付す）にバイアスを掛けるための補助容量信
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号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）をそれぞれ印加する。なお、このＣＳドライバ５００につ
いての詳しい説明は後述する。
【００５２】
　以上のようにして、ソースラインＳＬ１～ＳＬｎに映像信号ＳＳ（１）～ＳＳ（ｎ）が
それぞれ印加され、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍに走査信号ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（
ｍ）がそれぞれ印加されることにより、外部から送られた画像信号ＤＡＴに基づく画像が
表示部６００に表示される。
【００５３】
　＜１．２　ゲートドライバの構成および動作＞
　図２は、本実施形態におけるゲートドライバ４００およびＣＳドライバ５００の構成を
説明するためのブロック図である。図２に示すように、ゲートドライバ４００は、ｍ個（
段）のゲート双安定回路４０（１）～４０（ｍ）、および１個（段）のダミー用ゲート双
安定回路４０（ｍ＋１）（以下「ダミー段」ともいう）からなるゲートシフトレジスタ４
１０により構成されている。なお、ＣＳドライバ５００の説明については後述する。本実
施形態では、ゲートシフトレジスタ４１０により第２シフトレジスタが実現され、ゲート
双安定回路により第２双安定回路が実現されている。
【００５４】
　表示部６００には上述のようにｍ行×ｎ列の画素マトリクスが形成されており、これら
の画素マトリクスの各行と１対１で対応するように各段において上記ゲート双安定回路が
設けられている。このゲート双安定回路および後述のＣＳ双安定回路は、各時点において
２つの状態（第１の状態および第２の状態）のうちのいずれか一方の状態となっていて当
該状態を示す信号（以下「状態信号」という。）を出力する。本実施形態では、双安定回
路が第１の状態となっていれば、当該双安定回路からはハイレベル（オンレベル）電位の
状態信号が出力され、双安定回路が第２の状態となっていれば、当該双安定回路からはロ
ーレベル（オフレベル）電位の状態信号が出力される。また、以下においては、双安定回
路からハイレベル電位の状態信号が出力される期間のことを「選択期間」という。
【００５５】
　図３は、本実施形態におけるゲートシフトレジスタ４１０の、最前段および最後段以外
の構成を示すブロック図である。図４は、本実施形態におけるゲートシフトレジスタ４１
０の最前段側の構成を示すブロック図である。図５は、本実施形態におけるゲートシフト
レジスタ４１０の最後段側の構成を示すブロック図である。なお、以下の説明では、ｘ段
目（ｘ＝１～ｍ＋１）の双安定回路のことを、単に「ｘ段目」ということがある。上述の
ように、このシフトレジスタ４１０は、ｍ個のゲート双安定回路４０（１）～４０（ｍ）
と、１個のダミー用ゲート双安定回路４０（ｍ＋１）からなっている。図３にはｉ－２段
目４０（ｉ－２）～ｉ＋１段目４０（ｉ＋１）を、図４には１段目４０（１）および２段
目４０（２）を、図５にはｍ－１段目４０（ｍ－１）およびｍ段目４０（ｍ）とダミー段
４０（ｍ＋１）を示している。
【００５６】
　各ゲート双安定回路には、クロック信号ＣＫ１（以下「第１クロック信号」という）を
受け取るための入力端子、クロック信号ＣＫ２（以下「第２クロック信号」という）を受
け取るための入力端子、ローレベルの直流電源電位Ｖｓｓ（この電位の大きさのことを上
記「Ｖｓｓ電位」ともいう）を受け取るための入力端子、セット信号Ｓを受け取るための
入力端子、リセット信号Ｒを受け取るための入力端子、および状態信号Ｚを出力するため
の出力端子が設けられている。
【００５７】
　ゲートシフトレジスタ４１０には、ゲートクロック信号ＧＣＫとして、上述のように２
相の第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２が与えられ
る。
【００５８】
　ゲートシフトレジスタ４１０の各段（各ゲート双安定回路）の入力端子に与えられる信
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号は次のようになっている。なお、以下ではｉが奇数、ｍが偶数であると仮定する。図３
～図５に示すように、奇数段目には、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１が第１クロック信
号ＣＫ１として与えられ、第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２が第２クロック信号ＣＫ２と
して与えられる。偶数段目には、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１が第２クロック信号Ｃ
Ｋ２として与えられ、第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２が第１クロック信号ＣＫ１として
与えられる。また、各段にはローレベルの直流電源電位Ｖｓｓが共通的に与えられる。
【００５９】
　各段には、前段から出力される状態信号Ｚがセット信号Ｓとして与えられ、次段から出
力される状態信号Ｚがリセット信号Ｒとして与えられる。ただし、１段目（最前段）４０
（１）には、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰがセット信号Ｓとして与えられる。また、
ｍ段目（最後段）４０（ｍ）には、ダミー段４０（ｍ＋１）から出力される状態信号がリ
セット信号Ｒとして与えられる。なお、ダミー段４０（ｍ＋１）には、ｍ段目４０（ｍ）
から出力される状態信号Ｚがセット信号Ｓとして与えられ、自身の状態信号Ｚがリセット
信号Ｒとして与えられる。このため、ダミー段４０（ｍ＋１）の状態信号Ｚがハイレベル
電位になっている期間は、他の段の状態信号Ｚがハイレベル電位になっている期間よりも
短い。このようなダミー段４０（ｍ＋１）を設けることに代えて、ｍ段目４０（ｍ）にリ
セット信号Ｒとして、ゲートエンドパルス信号ＧＥＰを与えても良い。このゲートエンド
パルス信号は、走査期間Ｔ１終了後の１水平走査期間においてハイレベル電位になる信号
である。
【００６０】
　以上のような構成において、ゲートシフトレジスタ４１０の１段目４０（１）にセット
信号Ｓとしてのゲートスタートパルス信号ＧＳＰが与えられると、第１ゲートクロック信
号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２に基づいて、ゲートスタートパルス信
号ＧＳＰに含まれるパルス（このパルスは各段から出力される状態信号Ｚに含まれる）が
１段目４０（１）からｍ段目４０（ｍ）へと順次に転送される。そして、このパルスの転
送に応じて、１段目４０（１）～ｍ段目４０（ｍ）からそれぞれ出力される状態信号Ｚが
順次にハイレベル電位となる。これらの１段目４０（１）～ｍ段目４０（ｍ）からそれぞ
れ出力される状態信号Ｚは、走査信号ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）としてゲートライ
ンＧＬ１～ＧＬｍにそれぞれ与えられる。なお、１段目４０（１）～ｍ段目４０（ｍ）か
らそれぞれ出力される状態信号Ｚは、レベルシフタにより電圧が高められた後に、走査信
号ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）としてゲートラインＧＬ１～ＧＬｍにそれぞれ与えら
れても良い。以上により、図６に示すように、１水平走査期間ずつ順次にハイレベル電位
となる走査信号が表示部６００内のゲートラインに与えられる。
【００６１】
　＜１．３　ゲート双安定回路の構成＞
　図７は、本実施形態における各ゲート双安定回路の構成を示す回路図である。なお、後
述のＣＳ双安定回路も、ゲート双安定回路と同様に図７に示す構成となっている。図７に
示すように、この双安定回路は、４個の薄膜トランジスタ（スイッチング素子）Ｍ１～Ｍ
４、コンデンサ（容量素子）Ｃ１、４個の入力端子４１～４４、ローレベルの直流電源電
位Ｖｓｓ用の入力端子、および出力端子４９により構成されている。ここで、第１クロッ
ク信号ＣＫ１を受け取る入力端子には符号４１を付し、第２クロック信号ＣＫ２を受け取
る入力端子には符号４２を付し、セット信号Ｓを受け取る入力端子には符号４３を付し、
リセット信号Ｒを受け取る入力端子には符号４４を付している。また、状態信号Ｚを出力
する出力端子には符号４９を付している。
【００６２】
　次に、この双安定回路内における構成要素間の接続関係について説明する。薄膜トラン
ジスタＭ１のゲート端子、薄膜トランジスタＭ３のソース端子、薄膜トランジスタＭ４の
ドレイン端子、およびコンデンサＣ１の一端は互いに接続されている。以下では、これら
が互いに接続されている接続点（配線）のことを便宜上「第１ノード」という。この第１
ノードには符号Ｎ１を付す。
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【００６３】
　薄膜トランジスタＭ１については、ゲート端子が第１ノードＮ１に接続され、ドレイン
端子が入力端子４１に接続され、ソース端子が出力端子４９に接続されている。薄膜トラ
ンジスタＭ２については、ゲート端子が入力端子４２に接続され、ドレイン端子が出力端
子４９に接続され、ソース端子が直流電源電位Ｖｓｓ用の入力端子に接続されている。薄
膜トランジスタＭ３については、ゲート端子およびドレイン端子が入力端子４３に接続さ
れ（すなわち、ダイオード接続となっている）、ソース端子が第１ノードＮ１に接続され
ている。薄膜トランジスタＭ４については、ゲート端子が入力端子４４に接続され、ドレ
イン端子が第１ノードＮ１に接続され、ソース端子が直流電源電位Ｖｓｓ用の入力端子に
接続されている。コンデンサＣ１については、一端が第１ノードＮ１に接続され、他端が
出力端子４９に接続されている。
【００６４】
　次に、このゲート双安定回路における各構成要素の機能について説明する。薄膜トラン
ジスタＭ１は、第１ノードＮ１の電位がハイレベルになっているときに、第１クロック信
号ＣＫの電位を出力端子４９に与える。薄膜トランジスタＭ２は、第２クロック信号ＣＫ
２の電位がハイレベルになっているときに、出力端子４９の電位をＶｓｓ電位に向けて変
化させる。薄膜トランジスタＭ３は、セット信号Ｓの電位がハイレベルになっているとき
に、第１ノードＮ１の電位をハイレベルに向けて変化させる。薄膜トランジスタＭ４は、
リセット信号Ｒの電位がハイレベルになっているときに、第１ノードＮ１の電位をＶｓｓ
電位に向けて変化させる。コンデンサＣ１は、第１ノードＮ１がブートストラップされる
ときの補助容量として機能する。
【００６５】
　＜１．４　ゲート双安定回路の動作＞
　図８は、本実施形態におけるｉ段目のゲート双安定回路４０（ｉ）の動作のうち、特に
後述の走査期間Ｔ１での動作を説明するための信号波形図である。なお、他のゲート双安
定回路の動作も同様であるので、説明を省略する。ｉ段目では第１ゲートクロック信号Ｇ
ＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２がそれぞれ第１クロック信号ＣＫ１および
第２クロック信号ＣＫ２に相当する。図８における時点ｔ１から時点ｔ２までの期間は選
択期間に相当する。以下の説明では、１フレーム期間のうち、ゲートスタートパルス信号
ＧＳＰが立ち上がる時点（走査開始時点）から、ダミー段の走査信号ＧＯＵＴ（ｍ＋１）
が立ち上がる時点までの期間を「走査期間」といい、符号Ｔ１を付す。この走査期間Ｔ１
は、複数（ｍ本）のゲートラインＧＬ（１）～ＧＬ（ｍ）を１回走査する期間である。ま
た、１フレーム期間のうち、ダミー段の走査信号ＧＯＵＴ（ｍ＋１）が立ち上がる時点か
ら後続のフレーム期間においてゲートスタートパルス信号ＧＳＰが立ち上がる時点までの
期間を「休止期間」といい、符号Ｔ２を付す。この休止期間Ｔ２は、ダミー段４０（ｍ＋
１）を除くゲート双安定回路４０（１）～４０（ｍ）の出力信号のいずれもがローレベル
電位となる期間である。走査期間Ｔ１での動作説明においては、選択期間直前の１水平走
査期間のことを「セット期間」といい、選択期間直後の１水平走査期間のことを「リセッ
ト期間」という。また、走査期間Ｔ１のうちの、選択期間、セット期間、およびリセット
期間以外の期間のことを「通常動作期間」という。
【００６６】
　セット期間になると（時点ｔ０になると）、セット信号Ｓの電位がローレベルからハイ
レベルに変化する。薄膜トランジスタＭ３が図７に示すようにダイオード接続となってい
るので、セット信号Ｓの電位がハイレベルになることによって薄膜トランジスタＭ３がオ
ン状態になり、コンデンサＣ１が充電（ここではプリチャージ）される。これにより、第
１ノードＮ１の電位がローレベルからハイレベルに変化し、薄膜トランジスタＭ１がオン
状態となる。しかし、セット期間では、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１（第１クロック
信号ＣＫ１）の電位がローレベルとなっているので、状態信号Ｚの電位はローレベルで維
持される。
【００６７】
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　選択期間になると（時点ｔ１になると）、セット信号Ｓがハイレベルからローレベルに
変化する。これにより、薄膜トランジスタＭ３がオフ状態になる。このとき、第１ノード
Ｎ１はフローティング状態になる。この時点ｔ１では、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１
の電位がローレベルからハイレベルに変化する。薄膜トランジスタＭ１はオン状態であり
ゲート容量が存在するので、入力端子４１の電位の上昇に伴って第１ノードＮ１の電位も
上昇する（第１ノードＮ１がブートストラップされる）。この際、コンデンサＣ１は第１
ノードＮ１の電位上昇を促進するように働く。その結果、薄膜トランジスタＭ１のゲート
電位は十分に高いレベルになるので、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１のハイレベル（Ｖ
ｄｄ電位）まで状態信号Ｚの電位が上昇する。
【００６８】
　リセット期間になると（時点ｔ２になると）、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１の電位
がハイレベルからローレベルに変化する。時点ｔ２には薄膜トランジスタＭ１がオン状態
となっているので、入力端子４１の電位の低下と共に状態信号Ｚの電位が低下する。この
ように状態信号Ｚの電位が低下することによって、コンデンサＣ１を介して第１ノードＮ
１の電位も低下する。また、リセット期間には、リセット信号Ｒがローレベルからハイレ
ベルに変化する。このため、薄膜トランジスタＭ４がオン状態になる。その結果、リセッ
ト期間には、第１ノードＮ１の電位が確実にローレベルに低下する。さらに、リセット期
間には、第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２（第２クロック信号ＣＫ２）がローレベルから
ハイレベルに変化する。このため、薄膜トランジスタＭ２がオン状態になるので、状態信
号Ｚの電位が確実にローレベルに低下する。
【００６９】
　通常動作期間（走査期間Ｔ１において、時点ｔ０以前の期間および時点ｔ３以降の期間
）では、第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２の電位が１水平走査期間毎にハイレベルとロー
レベルとを繰り返すことにより、薄膜トランジスタＭ２が１水平走査期間毎にオン状態に
なる。このため、状態信号Ｚの電位をローレベルに維持することができる。
【００７０】
　なお、以下の説明では、走査期間Ｔ１における、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１およ
び第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２のそれぞれの周期（以下「走査期間ゲート周期」とい
う）を符号ｔｇｃｋ１で表す。また、走査期間Ｔ１における、第１ゲートクロック信号Ｇ
ＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２のそれぞれの周波数（以下「走査期間ゲー
ト周波数」という）を符号ｆｇｃｋ１で表す。
【００７１】
　＜１．６　ＣＳドライバの構成および動作＞
　上記図２に示すように、本実施形態におけるＣＳドライバ５００は、ＣＳシフトレジス
タ５１０およびＣＳ出力部５２０により構成されている。本実施形態では、ゲートドライ
バ４００とＣＳドライバ５００とは、表示部６００を挟んだ両側にそれぞれ配置されてい
る。ＣＳシフトレジスタ５１０は、ｍ個（段）のＣＳ双安定回路５０（１）～５０（ｍ）
、および１個（段）のダミー用ＣＳ双安定回路５０（ｍ＋１）（以下「ダミー段」ともい
う）により構成されている。表示部６００には上述のようにｍ行×ｎ列の画素マトリクス
が形成されており、これらの画素マトリクスの各行と１対１で対応するように各段におい
て上記ＣＳ双安定回路が設けられている。ＣＳ双安定回路５０（１）～５０（ｍ）はＣＳ
出力部５２０に接続されている。ＣＳ出力部５２０は、ＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍに接続
されている。本実施形態では、ＣＳシフトレジスタ５１０により第１シフトレジスタが実
現され、ＣＳ双安定回路により第１双安定回路が実現されている。
【００７２】
　＜１．６．１　ＣＳシフトレジスタの構成および動作＞
　図９は、本実施形態におけるＣＳドライバ５００の、最前段および最後段以外の構成を
示すブロック図である。図１０は、本実施形態におけるＣＳドライバ５００の最前段側の
構成を示すブロック図である。図１１は、本実施形態におけるＣＳドライバ５００の最後
段側の構成を示すブロック図である。上述のように、各ＣＳ双安定回路の構成は上記ゲー
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ト双安定回路と同様である。このため、上記ゲート双安定回路と共通する部分についての
説明は省略する。
【００７３】
　ただし、このＣＳ双安定回路では、第１クロック信号を受け取るための入力端子４１お
よび第２クロック信号を受け取るための入力端子４２に与えられる信号が上記ゲート双安
定回路と異なる。すなわち、図９～図１１に示すように、奇数段目には、第１ＣＳクロッ
ク信号ＣＣＫ１が第１クロック信号ＣＫ１として与えられ、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ
２が第２クロック信号ＣＫ２として与えられる。偶数段目には、第１ＣＳクロック信号Ｃ
ＣＫ１が第２クロック信号ＣＫ２として与えられ、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２が第１
クロック信号ＣＫ１として与えられる。
【００７４】
　また、図１０に示すように、１段目（最前段目）５０（１）には、ＣＳスタートパルス
信号ＣＳＰがセット信号Ｓとして与えられる。このＣＳスタートパルス信号ＣＳＰは、上
記ゲートスタートパルス信号ＧＳＰの電位がハイレベルになる１水平走査期間の直後の１
水平走査期間、および休止期間Ｔ２の開始直後の１水平走査期間において電位がハイレベ
ルになる信号である。
【００７５】
　以上のような構成において、ＣＳシフトレジスタ５１０の１段目４０（１）にセット信
号ＳとしてのＣＳスタートパルス信号ＣＳＰが与えられると、第１ＣＳクロック信号ＣＣ
Ｋ１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２に基づいて、ＣＳスタートパルス信号ＣＳＰに
含まれるパルス（このパルスは各段から出力される状態信号Ｚに含まれる）が１段目４０
（１）からｍ段目４０（ｍ）へと順次に転送される。そして、このパルスの転送に応じて
、１段目４０（１）～ｍ段目４０（ｍ）からそれぞれ出力される状態信号Ｚが順次にハイ
レベル電位となる。これらの１段目４０（１）～ｍ段目４０（ｍ）からそれぞれ出力され
る状態信号Ｚは、制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ）としてＣＳ出力部５２０に与
えられる。より詳細には、これらの制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ）はそれぞれ
、ＣＳ出力部５２０を構成する後述のバイアス用薄膜トランジスタ（第１スイッチング素
子）６０（１）～６０（ｍ）のゲート端子に与えられる。以上により、図１２に示すよう
に、１水平走査期間ずつ順次にハイレベル電位となる制御信号がＣＳ出力部５２０に与え
られる。
【００７６】
　＜１．６．２　ＣＳ双安定回路の動作＞
　図１３は、本実施形態におけるｉ段目のＣＳ双安定回路５０（ｉ）の動作のうち、特に
走査期間Ｔ１での動作を説明するための信号波形図である。図１３に示すように、このＣ
Ｓ双安定回路の動作は、上記ゲート双安定回路の動作において第１ゲートクロック信号Ｇ
ＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２をそれぞれ第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１
および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２に置き換えたものなので、走査期間Ｔ１でのＣＳ双
安定回路の詳細な動作説明を省略する。
【００７７】
　なお、以下の説明では、走査期間Ｔ１における、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および
第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２のそれぞれの周期（以下「走査期間ＣＳ周期」という）を
符号ｔｃｃｋ１で表す。また、走査期間Ｔ１における、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１お
よび第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２のそれぞれの周波数（以下「走査期間ＣＳ周波数」と
いう）を符号ｆｃｃｋ１で表す。さらに、走査期間Ｔ１における、第１ＣＳクロック信号
ＣＣＫ１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２のそれぞれの振幅（以下「走査期間ＣＳ振
幅」という）を符号Ｖｃｃｋ１で表す。
【００７８】
　＜１．６．３　ＣＳ出力部の構成および動作＞
　上記図９～図１１に示すように、本実施形態におけるＣＳ出力部５２０は、ｍ個のバイ
アス用薄膜トランジスタ（第１スイッチング素子）６０（１）～６０（ｍ）により構成さ
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れている。バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）は、ＣＳ双安定回路５０
（１）～５０（ｍ）にそれぞれ対応すると共に、ＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍにそれぞれ対
応している。各バイアス用薄膜トランジスタのゲート端子には対応するＣＳ双安定回路の
出力端子４９（状態信号Ｚが出力される端子）が接続され、ドレイン端子には対応するＣ
Ｓラインが接続されている。また、奇数段目のバイアス用薄膜トランジスタのソース端子
には第１バイアス信号Ｖｃｓ１が与えられ、偶数段目のバイアス用薄膜トランジスタのソ
ース端子には第２バイアス信号Ｖｃｓ２が与えられる。なお、ＣＳライン（補助容量信号
）、第１バイアス信号Ｖｃｓ１、および第２バイアス信号Ｖｃｓ２の電位によって各バイ
アス用薄膜トランジスタのソース端子とドレイン端子とが入れ替わる。しかし本明細書で
は、これらの電位に関わらず、各バイアス用薄膜トランジスタにおいて、対応するＣＳラ
インに接続されている側の端子をドレイン端子とし、第１バイアス信号Ｖｃｓ１または第
２バイアス信号Ｖｃｓ２が与えられている端子をソース端子として説明する。
【００７９】
　図１４は、本実施形態におけるＣＳ出力部５２０の動作のうち、特に走査期間Ｔ２にお
ける動作を説明するための信号波形図である。図１４に示すように、第１バイアス信号Ｖ
ｃｓ１および第２バイアス信号は互いに異なる電位であると共に、１フレーム期間毎に電
位が反転する。すなわち、連続する２フレーム期間のうち、例えば先行の１フレーム期間
では第１バイアス信号Ｖｃｓ１の電位が所定の高電位Ｖｈ（以下単に「高電位Ｖｈ」とい
う）且つ第２バイアス信号Ｖｃｓ２が所定の低電位Ｖｌ（以下単に「低電位Ｖｌ」という
）であり、後続の１フレーム期間では第１バイアス信号Ｖｃｓ１の電位が低電位Ｖｌ且つ
第２バイアス信号Ｖｃｓ２の電位が高電位Ｖｈとなる。
【００８０】
　まず、第１バイアス信号Ｖｃｓ１の電位が高電位Ｖｈであり、第２バイアス信号Ｖｃｓ
２の電位が低電位Ｖｌになっているものとする。１段目のＣＳ双安定回路５０（１）の出
力信号である制御信号ＣＯＵＴ（１）がハイレベル電位になると、これに対応するバイア
ス用薄膜トランジスタ６０（１）がオン状態になる。このバイアス用薄膜トランジスタ６
０（１）のソース端子には第１バイアス信号Ｖｃｓ１が与えられているので、ＣＳライン
（１）に印加される補助容量信号ＣＳＳ（１）の電位が高電位Ｖｈに変化する。この補助
容量信号ＣＳＳ（１）の電位は、後続の１フレーム期間においてバイアス用薄膜トランジ
スタ６０（１）がオン状態になるまで維持される。
【００８１】
　次に、２段目のＣＳ双安定回路５０（２）の出力信号である制御信号ＣＯＵＴ（２）が
ハイレベル電位になると、これに対応するバイアス用薄膜トランジスタ６０（２）がオン
状態になる。このバイアス用薄膜トランジスタ６０（２）のソース端子には第２バイアス
信号Ｖｃｓ２が与えられているので、ＣＳライン（２）印加される補助容量信号ＣＳＳ（
２）の電位が低電位Ｖｌに変化する。この補助容量信号ＣＳＳ（２）の電位は、後続の１
フレーム期間においてバイアス用薄膜トランジスタ６０（２）がオン状態になるまで維持
される。
【００８２】
　次に、３段目のＣＳ双安定回路５０（３）の出力信号である制御信号ＣＯＵＴ（３）が
ハイレベル電位になると、これに対応するバイアス用薄膜トランジスタ６０（３）がオン
状態になる。このバイアス用薄膜トランジスタ６０（３）のソース端子には第１バイアス
信号Ｖｃｓ１が与えられているので、ＣＳライン（３）に印加される補助容量信号ＣＳＳ
（３）の電位が高電位Ｖｈに変化する。この補助容量信号ＣＳＳ（３）の電位は、後続の
１フレーム期間においてバイアス用薄膜トランジスタ６０（３）がオン状態になるまで維
持される。以下同様に、ＣＳ双安定回路の出力信号である制御信号に応じて各ＣＳライン
に印加される補助容量信号の電位が順次変化する。
【００８３】
　＜１．７　画素電位の変化＞
　図１５は、本実施形態における画素電位の変化を説明するための信号波形図である。本



(19) JP WO2013/018596 A1 2013.2.7

10

20

30

40

50

実施形態では、各行で画素電位の極性を反転させるライン反転駆動が行われる。なお、以
下では、１行毎に画素電位の極性を反転させるものとして説明するが、複数行毎に画素電
位の極性を反転させても良い。図１５において、Ｖｄ（１）～Ｖｄ（３）はそれぞれ、ゲ
ートラインＧＬ１～ＧＬ３に対応して設けられた画素形成部のうちの任意の画素形成部に
おける画素電位Ｖｄを表す。以下では、画素電位Ｖｄ（１）を「１行目画素電位」といい
、画素電位Ｖｄ（２）を「２行目画素電位」といい、画素電位Ｖｄ（３）を「３行目画素
電位」という。
【００８４】
　ゲートラインＧＬ１が選択状態になると（走査信号ＧＯＵＴ（１）がハイレベル電位に
なると）、当該ゲートラインＧＬ１にゲート端子が接続された画素薄膜トランジスタ８０
がオン状態になるので、この画素薄膜トランジスタ８０を介して与えられる映像信号によ
り画素容量Ｃｐが充電される。その結果、図１５に示すように、１行目画素電位Ｖｄ（１
）が書き込み電位Ｖｓｉｇとなる。次に、走査信号ＧＯＵＴ（１）がローレベル電位にな
ると、画素薄膜トランジスタ８０がオフ状態になることにより、１行目画素電位Ｖｄ（１
）が書き込み電位Ｖｓｉｇに保持される。この時点まで、ゲートラインＧＬ１に沿って配
置されたＣＳラインＣＬ１に印加されている補助容量信号ＣＳＳ（１）の電位は低電位Ｖ
ｌとなっている。
【００８５】
　次に、補助容量信号ＣＳＳ（１）の電位が低電位Ｖｌから高電位Ｖｈに変化する。この
ため、１行目画素電位Ｖｄ（１）に、補助容量信号ＣＳＳ（１）の変化分に応じたバイア
ス電圧ΔＶｃｓが加わることになる。その結果、１行目画素電位Ｖｄ（１）の電位は下記
の式（１）で示される。
　　Ｖｄ（１）＝Ｖｓｉｇ＋ΔＶｃｓ
　　　　　　　＝Ｖｓｉｇ＋（Ｃｃｓ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ））×（Ｖｈ－Ｖｌ）…（１）
【００８６】
　このように、１行目画素電位Ｖｄ（１）は、映像信号の振幅に相当する書き込み電位Ｖ
ｓｉｇよりも（Ｃｃｓ／（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ））×（Ｖｈ－Ｖｌ）だけ大きくなる。このよ
うにして、ソースラインに与えるべき映像信号の振幅を小さくしつつ、液晶層に大きな電
圧を印加することができる。これにより、低消費電力化を図ることができる。この１行目
画素電位Ｖｄ（１）は、後続のフレーム期間において画素薄膜トランジスタ８０が再度オ
ン状態になるまで保持される。なお、この後続のフレーム期間においても同様の動作が行
われるのでその説明を省略する。ただし、この後続のフレーム期間では、第１行目画素電
位Ｖｄ（１）の極性が先行のフレーム期間におけるものの逆極性となっている。また、２
行目画素電位Ｖｄ（２）および３行目画素電位Ｖｄ（３）についても同様の動作が行われ
るのでその説明を省略する。ただし、２行目画素電位Ｖｄ（２）については、第１行目画
素電位Ｖｄ（１）の逆極性となっている。
【００８７】
　なお、本実施形態では、上記図６に示すように、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍの走査は
、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍの番号の昇順（「ＧＬ１→ＧＬ２→…→ＧＬｍの順」をい
う）に行われる。このため、上記図１２に示すように補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ
（ｍ）の電位切替順も補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）の番号の昇順（「ＣＳＳ
（１）→ＣＳＳ（２）→…ＣＳＳ（ｍ）の順」をいう）となっている。ただし、本発明の
ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍの走査順および補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）の
電位切替順はこれに限定されるものではない。ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍの走査が、ゲ
ートラインＧＬ１～ＧＬｍの番号の降順（「ＧＬｍ→…→ＧＬ２→ＧＬ１の順」をいう）
で行われる場合には、補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）の電位切替順も補助容量
信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）の番号の降順（「ＣＳＳ（ｍ）→…ＣＳＳ（２）→ＣＳ
Ｓ（１）の順」をいう）となる。また、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍの走査順および補助
容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）の電位切替順が切り替え可能となっていても良い。
【００８８】
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　＜１．８　休止期間の動作＞
　図１６は、本実施形態におけるＣＳドライバ５００の動作のうち、特に休止期間Ｔ２の
動作を説明するための信号波形図である。図１６に示すように、本実施形態では、１フレ
ーム期間が走査期間Ｔ１と、当該走査期間Ｔ１の後に設けられた休止期間Ｔ２とからなっ
ている。すなわち、走査期間Ｔ１と休止期間Ｔ２とが１フレーム期間を周期として交互に
現れる。ＣＳドライバ５００の動作についての説明の前に、まず、ゲートドライバ４００
の動作について説明する。ここで、休止期間Ｔ２における、第１ゲートクロック信号ＧＣ
Ｋ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２のそれぞれの周期（以下「休止期間ゲート周
期」という）を符号ｔｇｃｋ２で表す。また、休止期間Ｔ２における、第１ゲートクロッ
ク信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２のそれぞれの周波数（以下「休止
期間ゲート周波数」という）を符号ｆｇｃｋ２で表す。
【００８９】
　本実施形態では、休止期間Ｔ２が走査期間Ｔ１よりも長く設けられている。ただし、本
発明はこれに限定されるものではなく、休止期間Ｔ２が走査期間Ｔ１よりも短くても良い
。
【００９０】
　走査期間Ｔ１では、ゲートドライバ４００は走査期間ゲート周波数ｆｇｃｋ１で駆動さ
れ、１段目４０（１）～ｍ段目４０（ｍ）からそれぞれ出力される状態信号Ｚである走査
信号ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）が、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲ
ートクロック信号ＧＣＫ２に基づいて順次にハイレベル電位になる。一方、休止期間Ｔ２
では、ゲートドライバ４００は、走査期間ゲート周波数ｆｇｃｋ１よりも低い休止期間ゲ
ート周波数ｆｇｃｋ２で駆動され、走査信号ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）はローレベ
ル電位に維持される。すなわち、この休止期間Ｔ２ではゲートラインＧＬ１～ＧＬｍのい
ずれもが非選択状態となる。このような動作により、ゲートドライバ４００を駆動するた
めの消費電力を低減することができる。なお、休止期間Ｔ２では、ゲートドライバ４００
へのゲートクロック信号ＧＣＫの供給が停止されるまたはゲートクロック信号ＧＣＫがロ
ーレベル電位に維持されるようにしても良い。
【００９１】
　次に、本実施形態におけるＣＳドライバ５００の動作について説明する。走査期間Ｔ１
では、１段目５０（１）～ｍ－１段目５０（ｍ－１）からそれぞれ出力される状態信号Ｚ
である制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ－１）が、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１
および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２に基づいて順次にハイレベル電位になる。なお、制
御信号ＣＯＵＴ（ｍ）については、当該走査期間Ｔ１の後の休止期間Ｔ２の最初の１水平
走査期間においてハイレベル電位になる。
【００９２】
　一方休止期間Ｔ２では、ＣＳドライバ５００の動作は走査期間Ｔ１におけるものと異な
るものとなる。ここで、休止期間Ｔ２における、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および第
２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２のそれぞれの周期（以下「休止期間ＣＳ周期」という）を符
号ｔｃｃｋ２で表す。また、休止期間Ｔ２における第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および
第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２のそれぞれの周波数（以下「休止期間ＣＳ周波数」という
）を符号ｆｃｃｋ２で表す。さらに、休止期間Ｔ２における第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ
１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２のそれぞれの振幅（以下「休止期間ＣＳ振幅」と
いう）を符号Ｖｃｃｋ２で表す。
【００９３】
　図１６に示すように、休止期間ＣＳ周期ｔｃｃｋ２は走査期間ＣＳ周期ｔｃｃｋ１より
も長い。すなわち、休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２は走査期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ１より
も低い。ここで、走査期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ１は休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２の整数
倍であることが望ましい。これにより、表示制御回路２００等を簡易な構成とすることが
できる。また、走査期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ１は休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２の２倍以
上であることが望ましい。言い換えると、休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２は走査期間ＣＳ
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周波数ｆｃｃｋ１の１／２倍以下であることが望ましい。これにより、ＣＳドライバ５０
０の駆動に要する消費電力を十分に低減することができる。このようなＣＳクロック信号
ＣＣＫの周波数（周期）の制御は、例えば表示制御回路２００において行われる。上記ゲ
ートクロック信号ＧＣＫの周波数（周期）の制御も、例えば表示制御回路２００において
行われる。なお、本実施形態では、休止期間ＣＳ振幅Ｖｃｃｋ２および走査期間ＣＳ振幅
Ｖｃｃｋ１は互いに同じ大きさである。
【００９４】
　図１６に示すように、休止期間Ｔ２における最初の１水平走査期間においてＣＳスター
トパルス信号ＣＳＰがハイレベル電位になる。したがって、走査期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ
１よりも低い休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２に基づいて、制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯ
ＵＴ（ｍ）が順次にハイレベル電位になる。このように本実施形態では、休止期間Ｔ２に
おいて、走査期間Ｔ１における周期よりも長い周期で制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ
（ｍ）が順次にハイレベル電位になる。休止期間Ｔ２において制御信号ＣＯＵＴ（１）～
ＣＯＵＴ（ｍ）がハイレベル電位になると、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～（
ｍ）がそれぞれオン状態になる。この休止期間Ｔ２における第１バイアス信号Ｖｃｓ１お
よび第２バイアス信号Ｖｃｓ２は、走査期間Ｔ１におけるものと同じ電位である。このた
め、ＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍにそれぞれ与えられる補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ
（ｍ）の電位は変化しない。
【００９５】
　図１７は、本実施形態におけるｉ段目のＣＳ双安定回路５０（ｉ）の動作のうち、特に
休止期間Ｔ２での動作を説明するための信号波形図である。なお、他のＣＳ双安定回路の
動作も同様であるので、説明を省略する。休止期間Ｔ２での動作説明においては、セット
信号Ｓがハイレベル電位になっている１水平走査期間を「セット期間」といい、セット期
間の終了時点から選択期間開始時点までの期間を「選択待ち期間」といい、選択期間終了
時点からリセット信号Ｒがハイレベル電位に変化する時点までの期間を「リセット待ち期
間」といい、リセット信号Ｒがハイレベル電位になっている期間を「リセット期間」とい
う。また、休止期間Ｔ２のうちの、選択期間、セット期間、選択待ち期間、リセット待ち
期間およびリセット期間以外の期間のことを「通常動作期間」という。
【００９６】
　セット期間（時点ｓ０～ｓ１）の動作については、走査期間Ｔ１におけるセット期間で
の動作と同様であるので説明を省略する。
【００９７】
　選択待ち期間になると（時点ｓ１になると）、セット信号Ｓの電位がハイレベルからロ
ーレベルに変化するので薄膜トランジスタＭ３がオフ状態になる（図７を参照）。このた
め、第１ノードＮ１はフローティング状態になる。また、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１
はローレベル電位のままである。このため、選択待ち期間では、セット期間における第１
ノードＮ１の電位が維持される。なお、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２の電位がローレベ
ルに変化するので、薄膜トランジスタＭ２がオフ状態になる。
【００９８】
　選択期間（時点ｓ２～ｓ３）の動作については、走査期間Ｔ１におけるセット期間での
動作と同様であるので説明を省略する。
【００９９】
　リセット待ち期間になると（時点ｓ３になると）、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１の電
位がハイレベルからローレベルに変化するので、薄膜トランジスタＭ１のゲート－ドレイ
ン間の寄生容量の影響により第１ノードＮ１の電位が下降する。この電位の下降量は、上
述のブーストストラップによる電位の上昇量に相当する。このため、薄膜トランジスタＭ
１はオフ状態にはならない。したがって、上述のように第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１の
電位がハイレベルからローレベルに変化することにより、状態信号Ｚの電位がローレベル
に変化する。また、その後も、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１の電位はローレベルを維持
するので、状態信号Ｚの電位はローレベルを維持する。
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【０１００】
　リセット期間（時点ｓ４からの１水平走査期間）の動作については、走査期間Ｔ１にお
けるセット期間での動作と同様であるので説明を省略する。
【０１０１】
　通常動作期間（休止期間Ｔ２において、時点ｓ０以前の期間および時点ｓ４以降の期間
）では、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２の電位が休止期間ＣＳ周期ｔｃｃｋ２毎にハイレ
ベルとローレベルとを繰り返すことにより、薄膜トランジスタＭ２が休止期間ＣＳ周期ｔ
ｃｃｋ２期間毎にオン状態になる。このため、状態信号Ｚの電位をローレベルに維持する
ことができる。
【０１０２】
　＜１．９　考察＞
　例えば図９に示すＣＳドライバ５００を備えるＣＳドライバモノリシック型の液晶表示
装置に対して上記特許文献３に記載の駆動方法を適用した場合を考える。この場合、休止
期間Ｔ２においてＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍ（補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）
）の電位を高電位Ｖｈまたは低電位Ｖｌに維持するためには、バイアス用薄膜トランジス
タ６０（１）～６０（ｍ）をオフ状態に維持する必要があるか、または、バイアス用薄膜
トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）をオン状態に維持すると共にこれらのバイアス用薄
膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）を介してＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍに第１バイア
ス信号Ｖｃｓ１または第２バイアス信号Ｖｃｓ２を与える必要がある。
【０１０３】
　休止期間Ｔ２においてＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍの電位を高電位Ｖｈまたは低電位Ｖｌ
に維持するためにバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）をオフ状態に維持
する場合、この休止期間Ｔ２においてＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍがフローティング状態に
なる。このため、休止期間Ｔ２においてＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍがノイズ等の影響を受
けやすくなってしまう。その結果、表示品位の低下を招くおそれがある。これに対して、
本実施形態では上述のように、休止期間Ｔ２において、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１お
よび第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２に基づいてＣＳドライバ５００が駆動されることによ
り制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ）が順次にハイレベル電位になる。このため、
制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ）がハイレベル電位になるタイミングで、ＣＳラ
インＣＬ１～ＣＬｍにそれぞれ高電位Ｖｈまたは低電位Ｖｌが与えられることとなる。こ
れにより、本実施形態では、休止期間Ｔ２においてＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍがフローテ
ィング状態になることによりこれらのＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍが受けるノイズ等の影響
が低減される。その結果、表示品位の低下を抑制することができる。
【０１０４】
　一方、休止期間Ｔ２においてＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍの電位を高電位Ｖｈまたは低電
位Ｖｌに維持するために、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）をオン状
態に維持すると共にこれらのバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）を介し
てＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍに第１バイアス信号Ｖｃｓ１または第２バイアス信号Ｖｃｓ
２を与える場合、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）のゲート端子に対
レベルの電位を与え続ける必要がある。このため、これらのバイアス用薄膜トランジスタ
６０（１）～６０（ｍ）ゲートバイアスストレスが長時間掛かることとなるので、これら
のバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）におけるしきい値変動が大きくな
る。その結果、これらのバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）の駆動能力
（信頼性）が低下することになる。これに対して、本実施形態では上述のように、休止期
間Ｔ２において、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２に
基づいてＣＳドライバ５００が駆動されることにより制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ
（ｍ）が順次にハイレベル電位になる。このため、休止期間Ｔ２において、バイアス用薄
膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）のゲート端子それぞれに１水平走査期間のみハイ
レベル電位が与えられる。これにより、本実施形態では、バイアス用薄膜トランジスタ６
０（１）～６０（ｍ）に掛かるゲートバイアスストレスが低減されるので、これらのバイ
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アス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）におけるしきい値変動が低減される。そ
の結果、これらのバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）の駆動能力（信頼
性）の低下を抑制することができる。
【０１０５】
　＜１．１０　実現例＞
　本実施形態における双安定回路中の各薄膜トランジスタの半導体層には、例えば、ａ－
Ｓｉまたは酸化物半導体等を用いることができる。なお、酸化物半導体としては、典型的
には、インジウム、ガリウム、亜鉛、および酸素を主成分とする酸化物半導体であるＩｎ
ＧａＺｎＯx（以下、「ＩＧＺＯ」という）が用いられるが本発明はこれに限定されるも
のではない。例えば、インジウム、ガリウム、亜鉛、銅、珪素、錫、アルミニウム、カル
シウム、ゲルマニウム、および鉛のうち少なくとも１つを含む酸化物半導体であれば良い
。
【０１０６】
　図１８は、ａ－ＳｉＴＦＴおよびＩＧＺＯを半導体層に用いたＴＦＴ（以下「ＩＧＺＯ
ＴＦＴ」という）のドレイン電流－ゲート電圧特性を示す図である。図１８において、横
軸はゲート電圧Ｖｇを表し、縦軸はドレイン電流Ｉｄｓを表している。図１８に示すよう
に、ＩＧＺＯＴＦＴのリーク電流はａ－ＳｉＴＦＴのリーク電流の１／１０００以下であ
ると共に、ＩＧＺＯＴＦＴのオン電流はａ－ＳｉＴＦＴのオン電流の約２０倍である。
【０１０７】
　ａ－ＳｉＴＦＴを用いた場合、フレーム周波数を例えば４５Ｈｚ程度まで低くすること
ができる。これに対して、ＩＧＺＯＴＦＴを本実施形態における双安定回路の各薄膜トラ
ンジスタとして用いた場合、ＩＧＺＯＴＦＴは上述のようにリーク電流が小さいので、画
素ＴＦＴからのリーク電流が小さく、画素電位の保持時間を長くすることができるため、
フレーム周波数を例えば０．２Ｈｚ程度まで低くすることができる。このため、ＩＧＺＯ
ＴＦＴを用いた場合、ａ－ＳｉＴＦＴを用いた場合に比べてＣＳドライバ５００の駆動電
力を１／１００以下にすることができる。なお、より詳細には、ＩＧＺＯＴＦＴを用いた
場合、走査期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ１を６０Ｈｚに設定すると、休止期間ＣＳ周波数ｆｃ
ｃｋ２を１～０．１Ｈｚ程度に設定することができる。
【０１０８】
　また、ＩＧＺＯＴＦＴは上述のようにオン電流が大きいので、ＩＧＺＯＴＦＴを用いた
場合、ａ－ＳｉＴＦＴを用いた場合に比べてＴＦＴのサイズを１／２０程度に小さくする
ことができる。
【０１０９】
　なお、ａ－ＳｉＴＦＴを用いた場合は、ＩＧＺＯＴＦＴを用いた場合よりも低コストで
本実施形態を実現することができる。
【０１１０】
　＜１．１１　効果＞
　本実施形態によれば、１フレーム期間において、走査期間Ｔ１の後に休止期間Ｔ２が設
けられる。休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２が走査期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ１よりも低いの
で、ＣＳドライバ５００の１フレーム期間全体の駆動周波数が低減される。このため、Ｃ
Ｓドライバ５００の駆動に要する消費電力が低減される。また、ＣＳドライバ５００がモ
ノリシック化されて形成されているので、液晶表示パネル８００の額縁面積が縮小される
と共に、ＣＳドライバ５００のコストが低減される。
【０１１１】
　また、本実施形態によれば、休止期間Ｔ２において、制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵ
Ｔ（ｍ）がハイレベル電位になるタイミングで、ＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍにそれぞれ高
電位Ｖｈまたは低電位Ｖｌが与えられる。このため、休止期間Ｔ２においてＣＳラインＣ
Ｌ１～ＣＬｍがフローティング状態になることによりこれらのＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍ
が受けるノイズ等の影響が低減される。これにより、表示品位の低下を抑制することがで
きる。また、休止期間Ｔ２において、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ
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）のゲート端子それぞれに１水平走査期間のみハイレベル電位が与えられることとなるの
で、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）に掛かるゲートバイアスストレ
スが低減される。その結果、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）におけ
るしきい値変動が低減されるので、これらのバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６
０（ｍ）の駆動能力（信頼性）の低下を抑制することができる。
【０１１２】
　また、本実施形態によれば、休止期間Ｔ２が走査期間Ｔ１よりも長く設けられているの
で、さらなる消費電力化を図ることができる。
【０１１３】
　ＩＧＺＯＴＦＴを本実施形態におけるＣＳ双安定回路の各薄膜トランジスタとして用い
た場合には、ＩＧＺＯＴＦＴのリーク電流が十分に小さいので、休止期間ＣＳ周波数ｆｃ
ｃｋ２をさらに低くすることができる。このため、消費電力を低減することができる。ま
た、この場合、ＩＧＺＯＴＦＴのオン電流が十分に大きいので、ＴＦＴサイズを十分に小
さくすることができる。これにより、さらなる狭額縁化を図ることができる。
【０１１４】
　一方、ａ－ＳｉＴＦＴを本実施形態におけるＣＳ双安定回路の各薄膜トランジスタとし
て用いた場合には、さらなる低コスト化を図ることができる。
【０１１５】
　なお、本実施形態では、１フレーム期間において、走査期間Ｔ１の後に休止期間Ｔ２が
設けられることにより、ゲートドライバ４００の１フレーム期間全体の駆動周波数も低減
されるので、ゲートドライバ４００の駆動に要する消費電力も低減される。また、ゲート
クロック信号ＧＣＫの周波数についても、走査期間Ｔ１よりも休止期間Ｔ２において低く
なるので、ゲートドライバ４００の駆動に要する消費電力も低減することができる。
【０１１６】
　＜２．第２の実施形態＞
　＜２．１　休止期間の動作＞
　図１９は、本発明の第２の実施形態におけるＣＳドライバ５００の動作のうち、特に休
止期間Ｔ２の動作を説明するための信号波形図である。なお、本実施形態は、休止期間の
動作を除き上記第１の実施形態と同様であるので、当該同様の部分についての説明を省略
する。図１９に示すように、本実施形態における休止期間ＣＳ振幅Ｖｃｃｋ２は走査期間
ＣＳ振幅Ｖｃｃｋ１よりも小さい。なお、休止期間Ｔ２においてバイアス用薄膜トランジ
スタ６０（１）～６０（ｍ）を確実にオン状態にするためには、この休止期間ＣＳ振幅Ｖ
ｃｃｋ２はバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）のしきい値電圧よりも大
きい必要がある。すなわち、本実施形態における休止期間ＣＳ振幅Ｖｃｃｋ２は、走査期
間ＣＳ振幅Ｖｃｃｋ１よりも小さく且つバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（
ｍ）のしきい値電圧よりも大きい。
【０１１７】
　＜２．２　効果＞
　本実施形態によれば、休止期間Ｔ２における第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および第２
ＣＳクロック信号ＣＣＫ２の振幅である休止期間ＣＳ振幅Ｖｃｃｋ２が、走査期間Ｔ１に
おける第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２の振幅である
走査期間ＣＳ振幅Ｖｃｃｋ１よりも小さい。このため、さらなる低消費電力化を図ること
ができる。また、休止期間Ｖ２にバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）に
掛かるゲートバイアスストレスが低減されるので、これらのバイアス用薄膜トランジスタ
６０（１）～６０（ｍ）のさらなる高信頼性化を図ることができる。
【０１１８】
　＜３．第３の実施形態＞
　＜３．１　全体構成および動作＞
　図２０は、本発明の第３の実施形態に係るアクティブマトリクス型の液晶表示装置の全
体構成を示すブロック図である。本実施形態の構成要素のうち第１の実施形態と同一の要
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素については、同一の参照符号を付して説明を省略する。図２０に示すように、本実施形
態に係る液晶表示装置は、上記第１の実施形態におけるゲートドライバ４００およびＣＳ
ドライバ５００に代えてゲートＣＳドライバ９００を備えている。このゲートＣＳドライ
バ９００は、後述のように上記ゲートドライバ４００およびＣＳドライバ５００により構
成されている。このゲートＣＳドライバ９００は、表示部６００と一体的に液晶表示パネ
ル８００上に形成されている。すなわち、本実施形態では、ＣＳドライバ５００のみなら
ず、ゲートドライバ４００も表示部６００と一体的に形成されている。このゲートドライ
バ４００も、ＣＳドライバ５００と同様にアモルファスシリコン、多結晶シリコン、微結
晶シリコン、または酸化物半導体（例えばＩＧＺＯ）などを用いて、表示部６００を含む
液晶表示パネル８００上に形成されている。
【０１１９】
　表示制御回路２００は、上記第１の実施形態と異なり、ＣＳクロック信号ＣＣＫおよび
ＣＳスタートパルス信号ＣＳＰを出力しない。すなわち、本実施形態における表示制御回
路２００は、デジタル映像信号ＤＶと、ソーススタートパルス信号ＳＳＰ、ソースクロッ
ク信号ＳＣＫ、ラッチストローブ信号ＬＳ、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰ、ゲートエ
ンドパルス信号ＧＥＰ、ゲートクロック信号ＧＣＫ、第１バイアス信号Ｖｃｓ１、および
第２バイアス信号Ｖｃｓ２のみを出力する。本実施形態では、ゲートスタートパルス信号
ＧＳＰ、ゲートクロック信号ＧＣＫ、およびクロック信号が実現されている。また、ゲー
トスタートパルス信号ＧＳＰおよびゲートクロック信号ＧＣＫにより補助容量クロック信
号が実現されている。
【０１２０】
　ゲートＣＳドライバ９００内のゲートドライバ４００は、表示制御回路２００から出力
されるゲートスタートパルス信号ＧＳＰおよびゲートクロック信号ＧＣＫに基づいて、ハ
イレベル電位の走査信号ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）のゲートラインＧＬ１～ＧＬｍ
それぞれへの印加を１フレーム期間を周期として繰り返す。ゲートＣＳドライバ９００内
のＣＳドライバ５００は、表示制御回路２００から出力されるゲートクロック信号ＧＣＫ
（第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２）、第１バイ
アス信号Ｖｃｓ１および第２バイアス信号Ｖｃｓ２に基づいて、ＣＳラインＣＬ１～ＣＬ
ｍに、画素電位Ｖｄにバイアスを掛けるための補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）
をそれぞれ印加する。本実施形態では、第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲー
トクロック信号ＧＣＫ２により複数の第１シフト動作クロック信号が実現されている。
【０１２１】
　＜３．２　ゲートＣＳドライバの構成＞
　図２１は、本実施形態におけるゲートＣＳドライバ９００の構成を説明するためのブロ
ック図である。このゲートＣＳドライバ９００は、上述のようにゲートドライバ４００お
よびＣＳドライバ５００により構成されている。図２１に示すように、ゲートドライバ４
００は、上記ゲートシフトレジスタ４１０（以下、本実施形態では単に「シフトレジスタ
」という）および出力バッファ群４２０により構成されている。ＣＳドライバ５００は、
シフトレジスタ４１０および上記ＣＳ出力部５２０により構成されている。すなわち、本
実施形態では、ゲートドライバ４００とＣＳドライバ５００とがシフトレジスタ４１０を
共有している。本実施形態では、シフトレジスタ４１０により第１シフトレジスタが実現
されている。
【０１２２】
　図２２は、本実施形態におけるゲートドライバ４００およびＣＳドライバ５００の、最
前段および最後段以外の構成を示すブロック図である。図２３は、本実施形態におけるゲ
ートドライバ４００およびＣＳドライバ５００の最前段側の構成を示すブロック図である
。図２４は、本実施形態におけるゲートドライバ４００およびＣＳドライバ５００の最後
段側の構成を示すブロック図である。なお、上記第１の実施形態と共通する部分について
は適宜説明を省略する。
【０１２３】
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　図２２～図２４に示すように、シフトレジスタ４１０は、ｍ個のゲート双安定回路（以
下、本実施形態では単に「双安定回路」という）４０（１）～４０（ｍ）と、１個のダミ
ー用双安定回路４０（ｍ＋１）（以下単に「双安定回路４０（ｍ＋１）」ということがあ
る）からなっている。出力バッファ群４２０は、ｍ個の出力バッファ７０（１）～７０（
ｍ）からなっている。ＣＳ出力部５２０は、上述のようにｍ個のバイアス用薄膜トランジ
スタ６０（１）～６０（ｍ）により構成されている。本実施形態では、双安定回路（ゲー
ト双安定回路）により第１双安定回路が実現されている。
【０１２４】
　本実施形態では上記第１の実施形態と異なり、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）
～６０（ｍ）が双安定回路４０（１）～４０（ｍ）に１段ずれて対応している。すなわち
、本実施形態では、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）が双安定回路４
０（２）～４０（ｍ＋１）にそれぞれ対応している。なお、これらのバイアス用薄膜トラ
ンジスタ６０（１）～６０（ｍ）は、上記第１の実施形態と同様にＣＳラインＣＬ１～Ｃ
Ｌｍにそれぞれ対応している。各バイアス用薄膜トランジスタのゲート端子には、対応す
る双安定回路の出力端子４９（状態信号Ｚが出力される端子）が接続され、ドレイン端子
には対応するＣＳラインが接続されている。奇数段目のバイアス用薄膜トランジスタのソ
ース端子には第１バイアス信号Ｖｃｓ１が与えられ、偶数段目のバイアス用薄膜トランジ
スタのソース端子には第２バイアス信号Ｖｃｓ２が与えられる。
【０１２５】
　出力バッファ７０（１）～７０（ｍ）は、双安定回路４０（１）～４０（ｍ）にそれぞ
れ対応すると共に、ゲートラインＧＬ１～ＧＬｍにそれぞれ対応している。各出力バッフ
ァは、例えば図２５に示すＡＮＤ回路により実現される。ここで、出力バッファ７０（ｉ
）を実現するＡＮＤ回路を示している。以下では、出力バッファと、当該出力バッファを
実現するＡＮＤ回路とを同一の符号で表すことがある。各ＡＮＤ回路の一方の入力端子に
は対応する双安定回路の出力端子４９が接続され（制御信号が与えられ）、他方の入力端
子には対応するバイアス入力信号Ｖｇｈが与えられ、出力端子には対応するゲートライン
が接続されている。このバイアス入力信号Ｖｇｈは表示制御回路２００から各ＡＮＤ回路
に与えられる。また、このバイアス入力信号Ｖｇｈは、走査期間Ｔ１にはハイレベル電位
（Ｖｄｄ電位）となり、休止期間Ｔ２にはローレベル電位（Ｖｓｓ電位）となる。
【０１２６】
　＜３．３　ゲートＣＳドライバの動作＞
　図２６は、本実施形態におけるゲートＣＳドライバ９００の動作を説明するための信号
波形図である。まず、走査期間Ｔ１における動作について説明する。走査期間Ｔ１では、
ゲートＣＳドライバ９００は走査期間ゲート周波数ｆｇｃｋ１で駆動される。図２６に示
すように、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰがハイレベル電位になった後、第１ゲートク
ロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２に基づいて、制御信号ＧＯＵ
Ｔ’（１）～ＧＯＵＴ’（ｍ）が順次にハイレベル電位になる。この走査期間Ｔ１ではバ
イアス入力信号Ｖｇｈがハイレベル電位になっているので、これらの制御信号ＧＯＵＴ’
（１）～ＧＯＵＴ’（ｍ）がハイレベル電位になるタイミングでそれぞれ、ＡＮＤ回路７
０（１）～７０（ｍ）の出力信号の電位がハイレベルになる。すなわち、の制御信号ＧＯ
ＵＴ’（１）～ＧＯＵＴ’（ｍ）がハイレベル電位になるタイミングでそれぞれ走査信号
ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）がハイレベル電位になる。
【０１２７】
　ここで、走査期間Ｔ１では第１バイアス信号Ｖｃｓ１の電位が高電位Ｖｈであり、第２
バイアス信号Ｖｃｓ２の電位が低電位Ｖｌになっているものとする。２段目の双安定回路
４０（２）の出力信号である制御信号ＧＯＵＴ’（２）がハイレベル電位になると、これ
に対応するバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）がオン状態になる。このバイアス用薄
膜トランジスタ６０（１）のソース端子には第１バイアス信号Ｖｃｓ１が与えられている
ので、ＣＳライン（１）に印加される補助容量信号ＣＳＳ（１）の電位が高電位Ｖｈに変
化する。この補助容量信号ＣＳＳ（１）の電位は、後続の１フレーム期間においてバイア
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ス用薄膜トランジスタ６０（１）がオン状態になるまで維持される。
【０１２８】
　３段目の双安定回路４０（３）の出力信号である制御信号ＧＯＵＴ’（３）がハイレベ
ル電位になると、これに対応するバイアス用薄膜トランジスタ６０（２）がオン状態にな
る。このバイアス用薄膜トランジスタ６０（２）のソース端子には第２バイアス信号Ｖｃ
ｓ２が与えられているので、ＣＳライン（２）印加される補助容量信号ＣＳＳ（２）の電
位が低電位Ｖｌに変化する。この補助容量信号ＣＳＳ（２）の電位は、後続の１フレーム
期間においてバイアス用薄膜トランジスタ６０（２）がオン状態になるまで維持される。
以下同様に、双安定回路の出力信号である制御信号に応じて各ＣＳラインに印加される補
助容量信号の電位が順次変化する。
【０１２９】
　なお、図２６に示すように、休止期間Ｔ２において補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ
（ｍ）を順次にハイレベル電位にするために、走査期間Ｔ１の最後の１水平走査期間にお
いてゲートスタートパルス信号ＧＳＰが再度ハイレベル電位になる。
【０１３０】
　次に、休止期間Ｔ２における動作について説明する。休止期間Ｔ２では、ゲートＣＳド
ライバ９００は、走査期間ゲート周波数ｆｇｃｋ１よりも低い休止期間ゲート周波数ｆｇ
ｃｋ２で駆動される。上述のように走査期間Ｔ１の最後の１水平走査期間においてゲート
スタートパルス信号ＧＳＰがハイレベル電位になっているので、走査期間ＣＳ周波数ｆｃ
ｃｋ１よりも低い休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２の第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１およ
び第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２に基づいて、制御信号ＧＯＵＴ’（１）～ＧＯＵＴ’
（ｍ）が順次にハイレベル電位になる。しかし、この休止期間Ｔ２ではバイアス入力信号
Ｖｇｈがローレベル電位になっているので、ＡＮＤ回路７０（１）～７０（ｍ）の出力信
号の電位はローレベルを維持する。すなわち、休止期間Ｔ２では走査信号ＧＯＵＴ（１）
～走査信号ＧＯＵＴ（ｍ）はローレベル電位を維持する。
【０１３１】
　また、休止期間Ｔ２において制御信号ＧＯＵＴ’（１）～ＧＯＵＴ’（ｍ）が順次にハ
イレベル電位になると、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～（ｍ）がそれぞれオン
状態になる。この休止期間Ｔ２における第１バイアス信号Ｖｃｓ１および第２バイアス信
号Ｖｃｓ２は、走査期間Ｔ１におけるものと同じ電位である。このため、ＣＳラインＣＬ
１～ＣＬｍにそれぞれ与えられる補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）の電位は変化
しない。
【０１３２】
　なお、本実施形態における双安定回路の構成および動作は上記第１の実施形態における
ゲート双安定回路またはＣＳ双安定回路のものと同様なので、その説明を省略する。
【０１３３】
　＜３．４　効果＞
　本実施形態によれば、ゲートドライバ４００とＣＳドライバ５００とでシフトレジスタ
４１０を共有化できる。このため、回路規模が縮小されるので、例えばさらなる狭額縁化
を図ることができる。また、ＣＳドライバ５００のみならずゲートドライバ４００もモノ
リシック化されて形成されるため、ゲートドライバ４００のコストが低減されると共に、
さらなる狭額縁化を図ることができる。
【０１３４】
　なお、休止期間Ｔ２における第１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロッ
ク信号ＧＣＫ２の振幅（以下「休止期間ゲート振幅」という）を走査期間Ｔ１における第
１ゲートクロック信号ＧＣＫ１および第２ゲートクロック信号ＧＣＫ２の振幅（以下「走
査期間ゲート振幅」という）よりも小さくした場合には、さらなる低消費電力化を図るこ
とができる。ただし、この場合、休止期間ゲート振幅は、走査期間ゲート振幅よりも小さ
く、且つバイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）のしきい値電圧および出力
バッファ７０（１）～７０（ｍ）を実現する薄膜トランジスタのしきい値電圧よりも大き
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い必要がある。
【０１３５】
　なお、各出力バッファは、与えられるバッファ入力信号Ｖｇｈと、対応する双安定回路
の出力信号である制御信号との論理積を実質的に出力できれば良く、上記ＡＮＤ回路に限
定されるものではない。
【０１３６】
　＜４．第４の実施形態＞
　＜４．１　ＣＳドライバの構成＞
　図２７は、本発明の第４の実施形態におけるＣＳドライバ５００の構成を示すブロック
図である。なお、本実施形態は、ＣＳドライバ５００の構造および休止期間の動作を除き
上記第１の実施形態と同様であるので、当該同様の部分についての説明を省略する。図２
７に示すように、本実施形態におけるＣＳドライバ５００は、ｍ本のゲートラインＧＬ１
～ＧＬｍにそれぞれ対応して設けられた、ｍ個の休止時動作用薄膜トランジスタ（第２ス
イッチング素子）６１（１）～６１（ｍ）をさらに備えている。また、これらの休止動作
用薄膜トランジスタ６１（１）～６１（ｍ）はそれぞれＣＳ双安定回路５０（１）～５０
（ｍ）に対応している。
【０１３７】
　各休止動作用薄膜トランジスタのゲート端子には休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿
ＯＮが与えられ、ドレイン端子には対応するゲートラインが接続されている。この休止期
間動作用クロック信号ＡＬＬ＿ＯＮは表示制御回路２００から与えられる。また、この休
止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿ＯＮは、走査期間Ｔ１では常にローレベル電位である
。なお、以下の説明では、休止期間Ｔ２における休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿Ｏ
Ｎの周期（以下「休止期間ＡＬＬ＿ＯＮ周期」という）を符号ｔａｃｋ２で表す。また、
休止期間Ｔ２における休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿ＯＮの周波数（以下「休止期
間ＡＬＬ＿ＯＮ周波数」という）を符号ｆａｃｋ２で表す。
【０１３８】
　休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿ＯＮは、休止期間ＡＬＬ＿ＯＮ周期ｔａｃｋ２毎
にハイレベル電位になる。この休止期間ＡＬＬ＿ＯＮ周期ｔａｃｋ２は、走査期間ＣＳ周
期ｔｃｃｋ１よりも長い。すなわち、休止期間ＡＬＬ＿ＯＮ周波数ｆａｃｋ２は走査期間
ＣＳ周波数ｆｃｃｋ１よりも低い。
【０１３９】
　奇数段目のＣＳ双安定回路に対応する休止動作用薄膜トランジスタのドレイン端子には
第１バイアス信号Ｖｃｓ１が与えられる。一方、偶数段目のＣＳ双安定回路に対応する休
止動作用薄膜トランジスタのドレイン端子には第２バイアス信号Ｖｃｓ２が与えられる。
本実施形態では、休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿ＯＮ、ＣＳクロック信号ＣＣＫ、
およびＣＳスタートパルス信号ＣＳＰにより補助容量クロック信号が実現されている。
【０１４０】
　＜４．２　ＣＳドライバの動作＞
　図２８は、本実施形態におけるＣＳドライバ５００の動作のうち、特に休止期間Ｔ２の
動作を説明するための信号波形図である。走査期間Ｔ１では、休止期間動作用クロック信
号ＡＬＬ＿ＯＮは上述のようにローレベル電位を維持している。
【０１４１】
　本実施形態では、上記第１の実施形態と異なり、休止期間Ｔ２において第１ＣＳクロッ
ク信号ＣＣＫ１および第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２がローレベル電位を維持している。
このとき、休止期間ＣＳ周波数ｆｃｃｋ２は０となる。また、休止期間Ｔ２においてＣＳ
スタートパルス信号ＣＳＰがハイレベル電位にならない。このため、休止期間Ｔ２におい
て制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ）はハイレベル電位にならない。また、休止期
間Ｔ２では、休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿ＯＮは休止期間ＡＬＬ＿ＯＮ周期ｔａ
ｃｋ２毎にハイレベル電位になる。休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿ＯＮがハイレベ
ル電位になると、休止動作用薄膜トランジスタ６１（１）～６１（ｍ）がオン状態になる
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。この休止期間Ｔ２における第１バイアス信号Ｖｃｓ１および第２バイアス信号Ｖｃｓ２
は、走査期間Ｔ１におけるものと同じ電位である。このため、ＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍ
にそれぞれ与えられる補助容量信号ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）の電位は変化しない。
【０１４２】
　なお、ＣＳドライバ５００のその他の動作については上記第１の実施形態と同様である
のでその説明を省略する。
【０１４３】
　＜４．３　効果＞
　本実施形態によれば、休止期間Ｔ２において、制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ
）がハイレベル電位になるタイミングに代えて、休止期間動作用クロック信号ＡＬＬ＿Ｏ
Ｎがハイレベル電位になるタイミングでＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍにそれぞれ高電位Ｖｈ
または低電位Ｖｌが与えられる。このため、休止期間Ｔ２においてＣＳラインＣＬ１～Ｃ
Ｌｍがフローティング状態になることによりこれらのＣＳラインＣＬ１～ＣＬｍが受ける
ノイズ等の影響が低減される。これにより、表示品位の低下を抑制することができる。ま
た、休止期間Ｔ２において第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１および第２ＣＳクロック信号Ｃ
ＣＫ２がローレベル電位を維持するので、さらなる低消費電力化を図ることができる。さ
らに、休止期間Ｔ２において制御信号ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ）がハイレベル電位
にならないので、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）に掛かるゲートバ
イアスストレスがさらに低減される。したがって、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１
）～６０（ｍ）におけるしきい値変動がさらに低減されるので、これらのバイアス用薄膜
トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）のさらなる高信頼性化を図ることができる。なお、
休止動作用薄膜トランジスタ６１（１）～６１（ｍ）においてしきい値変動が生じたとし
ても、バイアス用薄膜トランジスタ６０（１）～６０（ｍ）においてしきい値変動が生じ
る場合に比べて表示に与える影響は少ない。
【０１４４】
　＜５．第５の実施形態＞
　＜５．１　ＣＳシフトレジスタの構成および動作＞
　図２９は、本発明の第５の実施形態におけるＣＳシフトレジスタ５１０の構成を説明す
るためのブロック図である。なお、本実施形態は、ＣＳシフトレジスタ４１０の構成およ
び動作を除き上記第１の実施形態と同様であるので、当該同様の部分についての説明を省
略する。本実施形態では、表示制御回路２００からＣＳドライバ５００に与えられるＣＳ
クロック信号ＣＣＫが、３相のＣＳクロック信号ＣＣＫ１～ＣＣＫ３からなっている。以
下では、ＣＳクロック信号ＣＣＫ３を「第３ＣＳクロック信号」という。これらの第１Ｃ
Ｓクロック信号ＣＣＫ１、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２、および第３ＣＳクロック信号
ＣＣＫ３は互いに１水平走査期間だけ位相がずれており、いずれも３水平走査期間中の１
水平走査期間だけハイレベル電位（Ｖｄｄ電位）になる（ただし、休止期間Ｔ２を除く）
。
【０１４５】
　ＣＳシフトレジスタ５１０の各段（各ＣＳ双安定回路）の入力端子に与えられる信号は
次のようになっている。ｉ－２段目には、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１が第１クロック
信号ＣＫ１として与えられ、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２が第２クロック信号ＣＫ２と
して与えられる。ｉ－１段目には、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２が第１クロック信号Ｃ
Ｋ１として与えられ、第３ＣＳクロック信号ＣＣＫ３が第２クロック信号ＣＫ２として与
えられる。ｉ段目には、第３ＣＳクロック信号ＣＣＫ３が第１クロック信号ＣＫ１として
与えられ、第１ＣＳクロック信号ＣＣＫ１が第２クロック信号ＣＫ２として与えられる。
なお、セット信号Ｓおよびリセット信号Ｒを受け取るための端子に与えられる信号につい
ては上記第１の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【０１４６】
　以上のような構成において、ＣＳシフトレジスタ５１０の１段目５０（１）にセット信
号ＳとしてのＣＳスタートパルス信号ＣＳＰが与えられると、第１ＣＳクロック信号ＣＣ
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Ｋ１、第２ＣＳクロック信号ＣＣＫ２、および第３ＣＳクロック信号ＣＣＫ３に基づいて
、図３０に示すように、１水平走査期間ずつ順次にハイレベル電位となる制御信号がＣＳ
ドライバ５００内のＣＳ出力部５２０に与えられる。
【０１４７】
　＜５．２　消費電力＞
　一般に、ＣＳドライバの駆動に要する消費電力Ｗ（以下単に「消費電力Ｗ」という）は
、下記の式（１）により求められる。
　　Ｗ＝ｎ×ｆ×（Ｃｐ＋Ｃｔ）×Ｖ2　…（１）
ここで、ｎはＣＳクロック信号ＣＣＫの相数を、ｆはＣＳクロック信号ＧＣＫの周波数を
、Ｃｐは配線容量を、Ｃｔは薄膜トランジスタの負荷容量を表す。
【０１４８】
　上記第１の実施形態では、ＣＳクロック信号ＣＣＫの相数が２である。このため、上記
式（１）より、上記第１の実施形態における消費電力Ｗは下記の式（２）により表すこと
ができる。
　　Ｗ＝２×ｆ×（Ｃｐ＋Ｃｔ）×Ｖ2　…（２）
【０１４９】
　一方、本実施形態では、ＣＳクロック信号ＣＣＫの相数が３である。また、ＣＳクロッ
ク信号ＣＣＫの各相（以下単に「各相」という）に着目した場合に、本実施形態における
、当該各相が与えられる双安定回路の入力端子４１または４２の数（以下「接続数」とい
う）が、上記第１の実施形態における接続数よりも少なくなる。これは、各相に対する薄
膜トランジスタの負荷容量が小さくなることを意味する。上記第１の実施形態では、各相
が、１段毎に入力端子４１または４２に交互に与えられているので、接続数はｍである。
なお、ここでは便宜上ダミー段５０（ｍ＋１）を考慮していない。一方本実施形態では、
各相が、１段おきに且つ１段毎に入力端子４１または４２に交互に与えられているので、
接続数は（２／３）×ｍである。すなわち、本実施形態における各相に対する薄膜トラン
ジスタの負荷容量は、上記第１の実施形態における負荷容量の２／３になる。したがって
、上記式（１）により、本実施形態における消費電力Ｗは下記の式（３）により表すこと
ができる。
　　Ｗ＝３×ｆ×（Ｃｐ＋（２／３）×Ｃｔ）×Ｖ2　…（３）
【０１５０】
　ここで、Ｃｐ＝Ｃｔ／３であると仮定すると、上記式（２）および式（３）をそれぞれ
下記の式（４）および（５）により表すことができる。
　　Ｗ＝２．６７×ｆ×Ｃｔ×Ｖ2　…（４）
　　Ｗ＝２×ｆ×Ｃｔ×Ｖ2　…（５）
【０１５１】
　上記式（４）および（５）から、本実施形態では、上記第１の実施形態よりも３０％程
度消費電力Ｗを低減できることがわかる。
【０１５２】
　＜５．３　効果＞
　本実施形態によれば、ＣＳクロック信号ＣＣＫの相数が３となる。このため、各相が与
えられるＣＳ双安定回路の入力端子４１または４２の数（接続数）が、上記第１の実施形
態における接続数よりも少なくなる。このため、各相に対する薄膜トランジスタの負荷容
量が小さくなる。したがって、さらなる低消費電力化を図ることができる。
【０１５３】
　＜６．その他＞
　上記各実施形態において、ＣＳクロック信号ＣＣＫおよびゲートクロック信号ＧＣＫの
周波数および振幅の制御は表示制御回路２００において行われることが望ましいが、ＣＳ
ドライバ５００およびゲートドライバ４００においてそれぞれこのような制御が行われる
構成としても良い。
【０１５４】
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　本発明におけるＣＳ双安定回路およびゲート双安定回路の構成は上記各実施形態に例示
されたものに限定されるものではなく、種々変形可能である。
【０１５５】
　上記第１の実施形態ではＣＳクロック信号ＣＣＫが２相からなり、上記第５の実施形態
ではＣＳクロック信号ＣＣＫが３相からなっているが、本発明はこれに限定されるもので
はない。ＣＳクロック信号ＣＣＫが４相以上からなっていても良い。
【０１５６】
　上記各実施形態では、双安定回路内に設けられている薄膜トランジスタはすべてｎチャ
ネル型であるものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。双安定回
路内に設けられている薄膜トランジスタがｐチャネル型であっても本発明を適用すること
ができる。
【０１５７】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で上記各実施形態を種々変形して実施すること
ができる。
【０１５８】
　以上により、本発明によれば、消費電力を低減したＣＳ駆動方式の液晶表示装置、およ
び当該液晶表示装置内の補助容量線の駆動方法を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　本発明は、ドライバモノリシック型の液晶表示装置に適用することができる。
【符号の説明】
【０１６０】
４０（１）～４０（ｍ）…ゲート双安定回路（双安定回路）
４０（ｍ＋１）…ゲート双安定回路（ダミー段）
４１～４４…入力端子（入力ノード）
４９…出力端子（出力ノード）
５０（１）～５０（ｍ）…ＣＳ双安定回路（双安定回路）
５０（ｍ＋１）…ＣＳ双安定回路（ダミー段）
６０（１）～６０（ｍ）…バイアス用薄膜トランジスタ（第１スイッチング素子）
６１（１）～６１（ｍ）…休止動作用薄膜トランジスタ（第２スイッチング素子）
７０（１）～７０（ｍ）…出力バッファ（ＡＮＤ回路）
８０…画素薄膜トランジスタ（画素スイッチング素子）
３００…ソースドライバ（映像信号線駆動回路）
４００…ゲートドライバ（走査信号線駆動回路）
４１０…ゲートシフトレジスタ
４２０…出力バッファ群
５００…ＣＳドライバ（補助容量線駆動回路）
５１０…ＣＳシフトレジスタ
５２０…ＣＳ出力部
６００…表示部
８００…液晶表示パネル
９００…ゲートＣＳドライバ
Ｅｐ…画素電極
Ｃｃｓ…補助容量
Ｍ１～Ｍ４…薄膜トランジスタ（スイッチング素子）
Ｃ１…コンデンサ（容量素子）
Ｎ１…第１ノード
ＣＳＰ…ＣＳスタートパルス信号
ＧＳＰ…ゲートスタートパルス信号
ＣＣＫ１～ＣＣＫ３…第１ＣＳクロック信号～第３ＣＳクロック信号（第１シフト動作用
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クロック信号）
ＧＣＫ１、ＧＣＫ２…第１ゲートクロック信号、第２ゲートクロック信号（第２シフト動
作用クロック信号）
Ｓ…セット信号
Ｒ…リセット信号
ＣＳＳ（１）～ＣＳＳ（ｍ）…補助容量信号
ＣＯＵＴ（１）～ＣＯＵＴ（ｍ）…制御信号
ＧＯＵＴ（１）～ＧＯＵＴ（ｍ）…走査信号
ＧＯＵＴ’（１）～ＧＯＵＴ’（ｍ）…制御信号
ＡＬＬ＿ＯＮ…休止期間動作用クロック信号
Ｔ１…走査期間
Ｔ２…休止期間
ｔｃｃｋ１…走査期間ＣＳ周期
ｔｃｃｋ２…休止期間ＣＳ周期
ｔａｃｋ２…休止期間ＡＬＬ＿ＯＮ周期
ｆｃｃｋ１…走査期間ＣＳ周波数
ｆｃｃｋ２…休止期間ＣＳ周波数
ｆａｃｋ２…休止期間ＡＬＬ＿ＯＮ周波数
Ｖｃｃｋ１…走査期間ＣＳ振幅
Ｖｃｃｋ２…休止期間ＣＳ振幅
Ｖｓｓ…ローレベルの直流電源電位
Ｖｄｄ…ハイレベルの直流電源電位
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